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(57) Zusammenfassung: Es werden ein Siliziumcarbidsub-
strat und ein Ingot aus Siliziumcarbid mit sehr gleichférmi-
gen Eigenschaften und Verfahren zur Herstellung des Silizi-
umcarbidsubstrats und des Ingots aus Siliziumcarbid bereit-
gestellt. Das Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Sili-
ziumcarbid umfasst einen Herstellungsschritt (S10) zur Her-
stellung eines Tragersubstrats, das aus einem Siliziumcar-
bideinkristall hergestellt ist und einen Versatzwinkel von 0,1°
oder mehr und 10° oder weniger in eine Versatzwinkelrich-
tung aufweist, die entweder eine <11-20> Richtung oder eine
<1-100> Richtung relativ zu einer (0001) Ebene umfasst; und
einen Filmbildungsschritt (S20) zum Aufwachsen einer Sili-
ziumcarbidschicht auf einer Oberflache des Tragersubstrats.
In dem Filmbildungsschritt (S20) ist ein Gebiet mit einer
(0001) Facette 5, das auf einer Oberflache der aufgewachse-
nen Siliziumcarbidschicht an einem Endabschnitt auf einer . i i

stromaufwarts gelegenen Seite gebildet, wobei die stromauf- Fnlmblldungsschntt S20
warts gelegene Seite eine Seite ist, an der ein Schnittpunkt-
winkel zwischen einer <0001> Richtungsachse des Trager-
substrats und der Oberflache des Trégersubstrats (1) in der Nachbearbeitungsschritt |~ S30
Versatzwinkelrichtung einen spitzer Winkel aufweist.

Herstellungsschritt ~ S10
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sili-
ziumcarbidsubstrat, einen Ingot aus Siliziumcarbid,
und Verfahren zur Herstellung des Siliziumcarbidsub-
strats und des Ingots aus Siliziumcarbid, und ins-
besondere ein Siliziumcarbidsubstrat und einen In-
got aus Siliziumcarbid mit geringen Schwankungen
in den Eigenschaften, wie beispielsweise der Verun-
reinigungskonzentration, und Verfahren zur Herstel-
lung des Siliziumcarbidsubstrats und des Ingots aus
Siliziumcarbid.

Stand der Technik

[0002] Siliziumcarbid (SiC) wurde herkdmmlich als
ein Halbleitermaterial der nachsten Generation als
Ersatz fur Silizium (Si) untersucht. Es ist ein her-
kémmliches Verfahren zur Herstellung eines Sub-
strats aus Siliziumcarbid bekannt, in dem ein Sili-
ziumcarbideinkristall auf einem Impfsubstrat zur Bil-
dung eines Ingots aus Siliziumcarbid geziichtet wird,
und der Ingot aus Siliziumcarbid zur Herstellung des
Substrats geschnitten wird. In diesem Verfahren wird
ein Impfkristall mit einer (0001) Ebene (der soge-
nannten c-Oberflache) oder einer kristallografischen
Ebene mit einem Versatzwinkel von 10% oder weni-
ger relativ zu der c-Oberflache als eine Wachstums-
oberflache hergestellt und ein Siliziumcarbideinkris-
tall wird auf einer Wachstumsoberflache des Impfkris-
talls (siehe beispielsweise die japanische Patentof-
fenlegungsschrift Nr. 2004-323348 (im Nachfolgen-
den als Patentdokument 1 bezeichnet)) gewachsen.
Wahrend des Wachsens des Siliziumcarbideinkris-
talls auf der Wachstumsoberflache eines derartigen
Impfkristalls, bildet sich eine (0001) Facette in der
Mitte eines mittleren Abschnitts einer Oberflache des
gewachsenen Siliziumcarbideinkristalls.

[0003] In dem Patentdokument 1 wird zur Vermei-
dung der Bildung eines heterogenen polymorphen
Kristalls oder eines Kristalls mit unterschiedlicher
Oberflachenorientierung und zur Vermeidung der Bil-
dung von Schraubenversetzungen ein Versetzungs-
prufungsimpfkristall hergestellt, der ein Gebiet auf-
weist, das Schraubenversetzungen erzeugen kann,
und ein Siliziumcarbideinkristall wird auf dem Verset-
zungsprufungsimpfkristall gewachsen. Ferner wird in
einem Schritt des Wachsens des Siliziumcarbidein-
kristalls in dem Patentdokument 1 eine c-Oberfla-
chenfacette auf einer Oberfliche des Siliziumcar-
bideinkristalls gebildet, und der Siliziumcarbideinkris-
tall wird so gewachsen, dass die (0001) Facette
das Schraubenversetzungserzeugungsgebiet Uber-
lappt. Gemall dem Patentdokument 1 kann die Bil-
dung eines heterogenen polymorphen Kristalls oder
eines Kristalls mit unterschiedlicher Oberflachenori-
entierung und die Erzeugung von Schraubenverset-

zungen in dem Siliziumcarbideinkristall durch Wach-
sen des Siliziumcarbideinkristalls in der zuvor be-
schriebenen Art und Weise unterdriickt werden. Das
Patentdokument 1 schlagt auch das Einstellen einer
Position (0001) Facette zur Uberlappung des Schrau-
benversetzungserzeugungsgebiets vor, indem die
Konzentrationsverteilung von reaktivem Gas oder die
Temperaturverteilung des Impfkristalls in dem Schritt
des Wachsens des Siliziumcarbideinkristalls gesteu-
ert wird.

Situationsliste
Patentliteratur

[0004]
PTL 1: Japanische Patentoffenlegungsschrift Nr.
2004-323348

Zusammenfassung der Erfindung
Technisches Problem

[0005] Stickstoff (N) ist relativ einfacher in die (0001)
Facette auf der Oberflache des Siliziumcarbideinkris-
talls wahrend des Kristallwachstums einzubringen als
in einen Ubrigen Abschnitt der Oberflache. Folglich
wird wahrend des Wachstums des Siliziumcarbidein-
kristalls ein Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration,
das eine hohere Stickstoffkonzentration als das Ubri-
ge Gebiet aufweist, in einem Abschnitt unterhalb der
Oberflache, auf der die (0001) Facette gebildet wur-
de, gebildet. Es ist wiinschenswert, dass eine Stick-
stoffkonzentration in dem Siliziumcarbid in einem In-
got und in einem aus dem Ingot gebildeten Substrat
moglichst gleichmaRig ist, da dies einen Einfluss auf
Eigenschaften wie die elektrische Leitféahigkeit und
die Lichtdurchlassigkeitsbeschaffenheit des Silizium-
carbideinkristalls hat. In einem mit einem herkémmli-
chen Verfahren hergestellten Siliziumcarbidingot sind
jedoch die Anordnung und die Groflze der (0001) Fa-
cette nicht besonders angepasst, um einen Ingot und
ein Substrat mit gleichméaBigen Stickstoffkonzentra-
tionen zu erhalten. Somit wird in dem resultierenden
Ingot aus Siliziumcarbid, wahrend die (0001) Facette
in einer Position nahe einem Endabschnitt des Ingots
angeordnet werden kann, das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration mit einer bestimmten Gréf3e im In-
neren des Ingots gebildet. Demzufolge wird das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration in einem Gebiet
mit einer gleichmaRigen Stickstoffkonzentration (d.
h. einem anderen Gebiet als das Gebiet mit der ho-
hen Stickstoffkonzentration) in einem aus dem Ingot
geschnittenen Substrat angeordnet. Es war namlich
herkdmmlich schwierig, ein Gebiet mit einer gleich-
maBigen Stickstoffkonzentration als ein grolRes Ge-
biet, das ein Substratmittelgebiet in einem Silizium-
carbidsubstrat aufweist, zu bilden.
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[0006] Die vorliegende Erfindung wurde zur Lésung
derartiger Probleme geschaffen, und es ist eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung ein Siliziumcar-
bidsubstrat und einen Ingot aus Siliziumcarbid mit
sehr gleichformigen Eigenschaften, und Verfahren
zur Herstellung des Siliziumcarbidsubstrats und des
Ingots aus Siliziumcarbid bereitzustellen.

Lésung des Problems

[0007] Die Erfinder haben die vorliegende Erfin-
dung auf Grundlage detaillierter Untersuchungen des
Siliziumcarbidkristallwachstums durchgefiihrt. Das
heifl3t, dass die Erfinder herausgefunden haben, dass
durch Verwenden eines Siliziumcarbidsubstrats mit
einem Versatzwinkel von 0,1° oder mehr und 10°
oder weniger, bevorzugter noch 1° oder mehr und 10°
oder weniger, in einer vorgeschriebenen Richtung
(Versatzwinkelrichtung) relativ zu der (0001) Ebe-
ne als ein Tragersubstrat (Impfsubstrat), und durch
Wachsen eines Siliziumcarbideinkristalls auf einer
Oberflache des Tragersubstrats, die (0001) Facette,
die auf einer Wachstumsoberfliche des gewachse-
nen Siliziumcarbideinkristalls gewachsen ist, an ei-
nem Endabschnitt der Wachstumsoberflache gebil-
det werden kann, und ferner die (0001) Facette mit
ausreichend kleiner Grol3e, verglichen zu einer eben-
flachigen GrofRe des Tragersubstrats, gebildet wer-
den kann, indem die Versatzwinkelrichtung und der
Versatzwinkel des Tragersubstrats und ferner die
Verarbeitungsbedingungen in einem Kristallwachs-
tumsschritt eingestellt werden. Auf Grundlage die-
ser Ergebnisse, umfasst ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Ingots aus Siliziumcarbid gemaf der vor-
liegenden Erfindung die Schritte des Herstellens ei-
nes Tragersubstrats, das aus einem Siliziumcarbid-
einkristall hergestellt ist und einen Versatzwinkel von
0,1° oder mehr und 10° oder weniger, noch bevorzug-
ter 1° oder mehr und 10° oder weniger, in einer Ver-
satzwinkelrichtung aufweist, die entweder eine <11-
20> Richtung oder eine <1-100> Richtung relativ zu
einer (0001)-Ebene ist, und des Aufwachsens einer
Siliziumcarbidschicht auf einer Oberflache des Tra-
gersubstrats. In dem Schritt zum Aufwachsen einer
Siliziumcarbidschicht wird ein Gebiet mit einer (0001)
Facette auf einer Oberflache der aufgewachsenen Si-
liziumcarbidschicht an einem Endabschnitt auf einer
stromaufwarts gelegenen Seite gebildet, wobei die
stromaufwarts gelegene Seite eine Seite ist, an der
ein Schnittpunktwinkel zwischen einer <0001> Rich-
tungsachse des Tragersubstrats und der Oberflache
des Trégersubstrats in der Versatzwinkelrichtung ein
spitzer Winkel ist.

[0008] Durch Ausbilden der (0001) Facette, in die
auf diese Weise Stickstoff leicht an dem Endabschnitt
des Ingots aufgenommen wird, kann ein Gebiet mit
einer relativ hohen Stickstoffkonzentration (ein un-
ter der (0001) Facette angeordnetes Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration) an dem Endbereich des

Ingots aus Siliziumcarbid angeordnet werden. So-
mit kann ein Gebiet mit einer relativ niedrigen Stick-
stoffkonzentration (ein anderes Gebiet als das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration) als grofRes Ge-
biet, das den mittleren Abschnitt des Ingots aus Si-
liziumcarbid aufweist, gebildet werden. Wenn somit
ein Siliziumcarbidsubstrat aus dem Ingot geschnitten
wird, kann das Siliziumcarbidsubstrat, in dem das Ge-
biet mit einer relativ niedrigen Stickstoffkonzentration
in einem grofRen Gebiet, das den Substratmittelab-
schnitt aufweist, gebildet ist, auf einfache Weise er-
halten werden. Da auf diese Weise das Gebiet mit ei-
ner relativ niedrigen Stickstoffkonzentration (ein Ge-
biet mit einer stabilen Stickstoffkonzentration mit we-
nig darin aufgenommenem Stickstoff) in einem gro-
Ren den Substratmittelabschnitt aufweisenden Ge-
biet gebildet werden kann, kann auf effiziente Wei-
se eine Halbleitervorrichtung auf der Oberflache des
Substrats erzeugt werden.

[0009] Wenn ein Siliziumcarbidsubstrat aus dem In-
got aus Siliziumcarbid geschnitten wird, der ein Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration einer bestimm-
ten GroRe, die in dessen mittlerem Abschnitt gebil-
det ist, aufweist, umgibt beispielsweise ein Gebiet
mit einer niedrigen Stickstoffkonzentration (Gebiet
mit niedriger Konzentration von Stickstoff) das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration auf der Ober-
flache des Siliziumcarbidsubstrats. Durch Bilden ei-
ner Vorrichtung auf der Oberflache des Siliziumcar-
bidsubstrats in dem Gebiet mit einer relativ niedrigen
Stickstoffkonzentration, wird somit die Vorrichtung in
einem anderen Gebiet als das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration gebildet (d. h. die Vorrichtung wird
in einem anderen Gebiet als dem Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration und einem Grenzgebiet zwi-
schen dem Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration
und dem Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration
gebildet), wodurch eine verringerte Nutzungseffizienz
des Substrats erzielt wird.

[0010] Gemall der vorliegenden Erfindung ist je-
doch das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration
an dem Endabschnitt des Siliziumcarbidsubstrats an-
geordnet, und somit ist das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration in dem mittleren Abschnitt der
Oberflache des Siliziumcarbidsubstrats ausgebildet.
Die Vorrichtung kann nur in dem Gebiet mit niedri-
ger Stickstoffkonzentration gebildet werden, wodurch
das Substrat effizient genutzt wird.

[0011] Ein Ingot aus Siliziumcarbid gemaf der vor-
liegenden Erfindung wird mit dem Verfahren zur Her-
stellung eines Ingots aus Siliziumcarbid, wie zuvor
beschrieben, hergestellt. In diesem Fall kann das Ge-
biet mit einer relativ niedrigen Stickstoffkonzentra-
tion (ein anderes Gebiet als das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration) als ein groRes den mittleren
Abschnitt des Ingots aus Siliziumcarbid aufweisen-
des Gebiet gebildet werden. Wenn somit ein Silizi-
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umcarbidsubstrat aus dem Ingot aus Siliziumcarbid
geschnitten wird, kann das Siliziumcarbidsubstrat, in
dem das Gebiet mit einer relativ niedrigen Stickstoff-
konzentration in einem grol3en den Substratmittel-
abschnitt aufweisenden Gebiet gebildet ist, erhalten
werden.

[0012] Das Verfahren zur Herstellung eines Silizium-
carbidsubstrats gemafR der vorliegenden Erfindung
umfasst die Schritte des Herstellens eines Ingots aus
Siliziumcarbid unter Verwendung des zuvor beschrie-
benen Verfahrens zur Herstellung eines Ingots aus
Siliziumcarbid, und des Schneidens des Ingots aus
Siliziumcarbid.

[0013] In diesem Fall kann in dem Ingot aus Silizi-
umcarbid das Gebiet mit einer relativ niedrigen Stick-
stoffkonzentration (ein anderes Gebiet als das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration) als ein gro-
Res den mittleren Abschnitt des Ingots aus Silizium-
carbid aufweisendes Gebiet gebildet werden. Wenn
somit in dem Schneideschritt ein Siliziumcarbidsub-
strat aus dem Ingot aus Siliziumcarbid geschnitten
wird, kann das Siliziumcarbidsubstrat, in dem das Ge-
biet mit einer relativ niedrigen Stickstoffkonzentration
in einem grof3en den Substratmittelabschnitt aufwei-
senden Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise erhal-
ten werden.

[0014] Ein Siliziumcarbidsubstrat gemaf der vorlie-
genden Erfindung ist mit dem zuvor beschriebenen
Verfahren zur Herstellung eines Siliziumcarbidsub-
strats hergestellt. Folglich kann ein Siliziumcarbid-
substrat, in dem das Gebiet mit einer relativ niedrigen
Stickstoffkonzentration in einem grof3en den Sub-
stratmittelabschnitt aufweisenden Gebiet gebildet ist,
einfach erzielt werden.

[0015] Ein Verfahren zur Herstellung eines Ingots
aus Siliziumcarbid gemafl® der vorliegenden Erfin-
dung umfasst die Schritte des Herstellens eines Tra-
gersubstrats, das aus einem Siliziumcarbideinkristall
hergestellt ist, und einen Versatzwinkel von 0,1° oder
mehr oder 10° oder weniger, noch bevorzugter 1°
oder mehr und 10° oder weniger, in einer Versatz-
winkelrichtung aufweist, die entweder eine <11-20>
Richtung oder eine <1-100> Richtung relativ zu ei-
ner (0001) Ebene ist, und des Wachsens einer Silizi-
umcarbidschicht auf einer Oberflache des Tragersub-
strats. In dem Schritt zum Aufwachsen einer Silizium-
carbidschicht wird ein Gebiet mit einer (0001) Facette
auf einer Oberflache der gewachsenen Siliziumcarbi-
dschicht an einem Endabschnitt auf einer stromauf-
warts gelegenen Seite gebildet, wobei die stromauf-
warts gelegene Seite eine Seite ist, an der ein Schnitt-
punktwinkel zwischen einer (0001) Richtungsachse
des Tragersubstrats und der Oberfliche des Tra-
gersubstrats in der Versatzwinkelrichtung ein spitzer
Winkel ist. In der Siliziumcarbidschicht ist nach dem
Schritt zum Aufwachsen einer Siliziumcarbidschicht

eine Lichtdurchl&ssigkeit mit einer Wellenlange von
450 nm oder mehr oder 500 nm oder weniger pro Di-
ckeeinheit durch einen unterhalb des Gebiets mit der
(0001) Facette angeordneten Abschnitt niedriger als
eine Durchlassigkeit desselben Lichts pro Dickeein-
heit durch einen anderen Abschnitt in der Siliziumcar-
bidschicht als den unter dem Gebiet mit der (0001)
Facette angeordneten Abschnitt.

[0016] Durch Ausbilden der (0001) Facette, in die
auf diese Weise Stickstoff leicht in dem Endabschnitt
des Ingots aufgenommen wird, ist ein Gebiet mit ei-
ner verringerten Lichtdurchlassigkeit aufgrund des
von der Facette darin aufgenommenen Stickstoffs
wahrend des Wachstums der Siliziumcarbidschicht
an dem Endabschnitt des Ingots angeordnet (Ge-
biet unter der (0001) Facette). Somit kann der ub-
rige Abschnitt, der den mittleren Abschnitt des In-
gots aus Siliziumcarbid aufweist, als ein Gebiet mit
einer relativ hohen Lichtdurchlassigkeit ausgebildet
werden. Wenn folglich ein Siliziumcarbidsubstrat aus
dem Ingot geschnitten wird, kann das Siliziumcarbid-
substrat, in dem das Gebiet mit einer relativ hohen
Lichtdurchlassigkeit in einem groflen den Substrat-
mittelabschnitt aufweisenden Gebiet gebildet ist, auf
einfache Weise erhalten werden. Da auf diese Wei-
se das Gebiet mit einer relativ hohen Lichtdurchlas-
sigkeit (ein Gebiet mit stabiler Stickstoffkonzentrati-
on und Durchléssigkeit mit wenig darin aufgenom-
menem Stickstoff) in einem grolen den Substrat-
mittelabschnitt aufweisenden Gebiet gebildet werden
kann, kann auf effiziente Weise eine Halbleitervor-
richtung auf der Oberflache des Substrats hergestellt
werden.

[0017] Ein Ingot aus Siliziumcarbid gemaf} der vor-
liegenden Erfindung umfasst ein Trégersubstrat, das
aus einem Siliziumcarbideinkristall hergestellt ist und
das einen Versatzwinkel von 0,1° oder mehr und 10°
oder weniger in einer Versatzwinkelrichtung aufweist,
die entweder eine <11-20> Richtung oder eine <1-
100> Richtung relativ zu einer (0001) Ebene ist, und
eine Siliziumcarbidschicht, die auf einer Oberflache
des Tragersubstrats gebildet ist. Ein Gebiet mit einer
(0001) Facette ist auf einer Oberflache der gewach-
senen Siliziumcarbidschicht an dem Endabschnitt auf
einer stromaufwarts gelegenen Seite gebildet, wo-
bei die stromaufwarts gelegene Seite eine Seite ist,
an der ein Schnittpunktwinkel zwischen einer (0001)
Richtungsachse des Tragersubstrats und der Ober-
flache des Tragersubstrats in der Versatzwinkelrich-
tung einen spitzen Winkel aufweist.

[0018] In der zuvor beschriebenen Siliziumcarbi-
dschicht des Ingots aus Siliziumcarbid kann ein un-
terhalb des Gebiets mit der (0001) Facette angeord-
netes Gebiet ein Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration sein, die eine Stickstoffkonzentration aufweist,
die hoher ist als ein anderes Gebiet in der Silizium-
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carbidschicht als das unterhalb des Gebiets mit der
(0001) Facette angeordnete Gebiet.

[0019] Durch Ausbilden der (0001) Facette, in die
auf diese Weise Stickstoff leicht an dem Endabschnitt
des Ingots aufgenommen wird, kann ein Gebiet mit
einer relativ hohen Stickstoffkonzentration (ein Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration, das unterhalb
der (0001) Facette angeordnet ist) an dem Endab-
schnitt des Ingots aus Siliziumcarbid angeordnet wer-
den. Somit kann ein Gebiet mit einer relativ niedri-
gen Stickstoffkonzentration (ein anderes Gebiet als
das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration) als ein
grof3es den mittleren Bereich des Ingots aus Silizium-
carbid aufweisendes Gebiet gebildet werden. Wenn
somit ein Siliziumcarbid aus dem Ingot geschnitten
wird, kann das Siliziumcarbidsubstrat, in dem Ge-
biet mit einer relativ niedrigen Stickstoffkonzentrati-
on in einem grol3en den Substratmittelabschnitt auf-
weisenden Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise er-
halten werden. Da das Gebiet mit einer relativ niedri-
gen Stickstoffkonzentration (ein Gebiet mit einer sta-
bilen Stickstoffkonzentration mit wenig darin aufge-
nommenem Stickstoff) in einem grof3en den Substrat-
mittelabschnitt aufweisenden Gebiet gebildet werden
kann, kann auf effiziente Weise eine Halbleitervor-
richtung auf der Oberflache des Substrats hergestellt
werden.

[0020] Ein Siliziumcarbidsubstrat gemaR der Erfin-
dung wird, wie zuvor beschrieben, durch Schnei-
den des Ingots aus Siliziumcarbid erhalten. Folglich
wird das Siliziumcarbidsubstrat, in dem ein Gebiet
mit relativ niedriger Stickstoffkonzentration in ein ei-
nem grol3en den Substratmittelabschnitt aufweisen-
den Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise erhalten
werden.

[0021] Ein Siliziumcarbidsubstrat gemaf der vorlie-
genden Erfindung wird erhalten durch Schneiden des
Ingots aus Siliziumcarbid, nachdem das Gebiet mit
hoher Stickstoffkonzentration von dem Ingot aus Si-
liziumcarbid entfernt wurde. Indem auf diese Wei-
se das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration (ein
Gebiet mit einer niedriger Lichtdurchléssigkeit) vor-
ab entfernt wird, wird das Siliziumcarbidsubstrat un-
ter Verwendung des Ingots aus Siliziumcarbid gebil-
det, der lediglich das Gebiet mit einer Stickstoffkon-
zentration, die niedriger ist als das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration, aufweist (ein Gebiet mit ei-
ner héheren Lichtdurchlassigkeit als das Gebiet mit
hoher Stickstoffkonzentration). Folglich kann das Sili-
ziumcarbidsubstrat mit geringeren Schwankungen in
der Stickstoffkonzentration und der Lichtdurchlassig-
keit erhalten werden.

[0022] Ein Siliziumcarbidsubstrat gemaf der vorlie-
genden Erfindung umfasst ein Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration, das eine relativ héhere Stickstoff-
konzentration als in dem Ubrigen Abschnitt, der an

einem Endabschnitt in entweder einer <11-20> Rich-
tung oder einer <1-100> Richtung gebildet ist, auf-
weist. Das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration
kann an einem Endabschnitt auf einer stromaufwarts
gelegenen Seite ausgebildet sein, wobei die strom-
aufwarts gelegene Seite eine Seite ist, bei der ein
Schnittpunktwinkel zwischen einer (0001) Richtungs-
achse des Siliziumcarbidsubstrats und der Oberfla-
che des Siliziumcarbidsubstrat in entweder die <11-
20> Richtung oder die <1-100> Richtung (Versatz-
winkelrichtung) einen spitzen Winkel darstellt. Durch
derartiges Steuern der Anordnung der (0001) Facet-
te wahrend des Zichtens eines Ingots aus Silizium-
carbid zur Bildung eines Siliziumcarbidsubstrats kann
das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration auf ein-
fache Weise an einem Endabschnitt des Siliziumcar-
bidsubstrats angeordnet werden.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0023] GemaR der vorliegenden Erfindung wird ein
Ingot aus Siliziumcarbid und ein Siliziumcarbidsub-
strat mit sehr gleichméRigen Eigenschaften, wie bei-
spielsweise in der Stickstoffkonzentration, erhalten.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm zur Erldu-
terung eines Verfahrens zur Herstellung eines In-
gots aus Siliziumcarbid gemaf der vorliegenden Er-
findung.

[0025] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm zur Erlaute-
rung eines Verfahrens zur Herstellung eines Silizium-
carbidsubstrats gemaf der vorliegenden Erfindung.

[0026] Fig. 3 zeigt ein schematisches Diagramm zur
Erlauterung eines in der Fig. 1 gezeigten Beispiels
eines Filmbildungsschritts.

[0027] Fig. 4 zeigt eine schematische Draufsicht des
Ingots aus Siliziumcarbid gemaR der vorliegenden
Erfindung.

[0028] Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht entlang der in der Fig. 4 gezeigten Linie V-V.

[0029] Fig. 6 zeigt eine schematische Draufsicht, die
ein Siliziumcarbidsubstrat darstellt, das aus dem in
den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Ingot aus Silizium-
carbid geschnitten wurde.

[0030] Fig. 7 =zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht einer Kristallwachstumsvorrichtung
zur Durchfiihrung des in der Fig. 1 gezeigten Filmbil-
dungsschritts.

[0031] Fig. 8 zeigt eine schematische Draufsicht, die
ein weiteres Beispiel des Siliziumcarbidsubstrats ge-
malf der vorliegenden Erfindung darstellt.
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[0032] Fig. 9 zeigt eine schematische Draufsicht, die
eine erste Variante des Ingots aus Siliziumcarbid der
vorliegenden Erfindung darstellt.

[0033] Fig. 10 zeigt eine schematische Draufsicht,
die ein Siliziumcarbidsubstrat zeigt, das aus dem in
der Fig. 9 gezeigten Ingot aus Siliziumcarbid ge-
schnitten wurde.

[0034] Fig. 11 zeigt eine schematische Draufsicht,
die eine Variante des in der Fig. 10 gezeigten Silizi-
umcarbidsubstrats darstellt.

[0035] Fig. 12 ist eine schematische Draufsicht, die
eine zweite Variante des Ingots aus Siliziumcarbid
gemal der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0036] Fig. 13 ist eine schematische Draufsicht, die
ein Siliziumcarbidsubstrat zeigt, das aus dem in der
Fig. 12 gezeigten Ingot aus Siliziumcarbid geschnit-
ten wurde.

[0037] Fig. 14 ist eine schematische Draufsicht, die
eine Variante des in der Fig. 13 gezeigten Silizium-
carbidsubstrats darstellt.

[0038] Fig. 15 ist eine schematische Draufsicht, die
eine dritte Variante des Ingots aus Siliziumcarbid ge-
maf der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0039] Fig. 16 zeigt eine schematische Draufsicht,
die ein Siliziumcarbidsubstrat zeigt, das aus dem in
der Fig. 15 gezeigten Ingot aus Siliziumcarbid ge-
schnitten wurde.

[0040] Fig. 17 ist eine schematische Draufsicht, die
eine Variante des in der Fig. 16 gezeigten Silizium-
carbidsubstrats darstellt.

Beschreibung der Ausfiihrungsformen

[0041] Im Nachfolgenden werden Ausflihrungsfor-
men der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die
Zeichnungen beschrieben. Es wird angemerkt, dass
gleiche oder entsprechende Teile in den folgenden
Zeichnungen mit den gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet sind, und deren Beschreibung nicht
wiederholt wird.

[0042] Bezug nehmend auf die Fig. 1 bis Fig. 8 wer-
den Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Sili-
ziumcarbid und eines Siliziumcarbidsubstrats gemaf
der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0043] Wie in der Fig. 1 gezeigt, wird in dem Ver-
fahren zur Herstellung eines Ingots aus Siliziumcar-
bid (im Nachfolgenden auch als Ingot bezeichnet) ge-
maR der vorliegenden Erfindung zunachst ein Her-
stellungsschritt (S10) durchgefiihrt. Insbesondere ist
ein Halteelement 2, wie in der Fig. 3 gezeigt, in einem

Verarbeitungsbehalter fir eine Kristallwachstumsvor-
richtung zur Bildung des Ingots angeordnet, und ein
Tragersubstrat 1, das als Impfsubstrat zur Bildung
des Ingots dient, ist auf dem Halteelement 2 befestigt.
Das Tragersubstrat 1 weist eine kreisformige ebene
Form auf. Das Tragersubstrat 1 ist ein Siliziumcarbid
(SiC) Substrat, das eine Hauptoberflache mit einem
auf 0,1° oder mehr und 10° oder weniger, noch be-
vorzugter 0,5° oder mehr und 8° oder weniger, einge-
stellten Versatzwinkel relativ zu einer (0001) Ebene
aufweist. In der vorliegenden Beschreibung ist eine
einzelne Ebenenorientierung mit (hkil) und eine ge-
meinsame Ebenenorientierung, einschliellich (hkil),
und deren entsprechender Ebenenorientierung in Be-
zug auf Kristallgeometrie mit {hkil} angegeben. Eine
einzelne Richtung ist mit [hkil] und eine Richtung, ein-
schlieBlich [hkil], und deren entsprechende Richtung
in Bezug auf Kristallgeometrie mit <hkil> angegeben.
Obwohl ein "-” (Balken) Ublicherweise Gber einer Zahl
angeordnet ist, die einen Negativindex in Bezug auf
Kristallgeometrie angibt, ist ein negatives Vorzeichen
(-) vor einer Zahl angegeben, die einen Index in der
vorliegenden Beschreibung angibt.

[0044] Als nachstes wird ein Filmbildungsschritt
(S20) durchgefihrt. Insbesondere wird nach Einstel-
len eines Drucks und einer Atmosphare in dem Ver-
arbeitungsbehélter der Kristallwachstumsvorrichtung
auf vorgegebene Bedingungen ein Siliziumcarbidein-
kristall auf einer Oberflache 4 des Tragersubstrats
1 anhand eines Sublimationsrekristallisationsverfah-
rens oder dhnliches gewachsen, wahrend das Tra-
gersubstrat 1 erhitzt wird. Auf diese Weise wird ein
Ingot aus Siliziumcarbid 10, wie in den Fig. 3 bis
Fig. 5 gezeigt, gebildet. In diesem Filmbildungsschritt
(S20) wird eine (0001) Facette 5 (im Nachfolgenden
auch als Facette 5 bezeichnet) auf einer Oberflache
des Ingots 10 gebildet. Die Verarbeitungsbedingun-
gen fir den Filmbildungsschritt (S20) sind derart ein-
gestellt, dass die Facette 5 von einer oberen Ober-
flache des Ingots 10 aus gesehen, wie in der Fig. 4
gezeigt, an einem aufleren Umfangsendabschnitt an-
geordnet ist. Die Verarbeitungsbedingungen werden
spater beschrieben.

[0045] Ein unter der Facette 5 beginnendes Gebiet
ist ein Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6,
das eine hohere Stickstoffkonzentration als ein Ub-
riges Gebiet aufweist, aufgrund einer gréReren, aus
der Facette 5 darin aufgenommenen Stickstoffmenge
als in dem Ubrigen Gebiet. Das heil}t, wahrend des
Wachstums von Siliziumcarbid zur Bildung des Ingots
10 wird eine relativ groRe Stickstoffmenge aus der
Facette 5 auf der Oberflache des gewachsenen Silizi-
umcarbids in das Siliziumcarbid als in das Ubrige Ge-
biet aufgenommen, wobei das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration 6 eine relativ héhere Stickstoffkon-
zentration aufweist als ein Gebiet mit niedriger Stick-
stoffkonzentration 7, das das ibrige Gebiet darstellt.
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[0046] Die Facette 5 ist an dem Endbereich in einer
mit einem Pfeil 26 angezeigten Versatzwinkelrich-
tung angeordnet. Jedes Verfahren (Verarbeitungsbe-
dingungen) kann verwendet werden, um die Facette
5 auf diese Weise in dem Endabschnitt des Ingots
10 anzuordnen. Beispielsweise wird in einer Kristall-
wachstumsvorrichtung mit einem Schmelztiegel 11
und Heizspulen 12, wie in der Fig. 17 gezeigt, der In-
got 10 derart gewachsen, dass eine oberste Wachs-
tumsoberflache des Ingots 10 (die Oberflache des In-
gots 10 in Fig. 7 gegenlber einer Oberflache, auf der
das Tragersubstrat 1 angeordnet ist, oder die Ober-
flache des Ingots 10 gegeniberliegend einer mit ei-
nem Pfeil 13 in Fig. 7 dargestellten Richtung, in die
ein Quellgas zugefuhrt wird), der auf Oberflache des
Tragersubstrats 1 gewachsen wird, immer flach ist
(so dass die Oberflache des Tragersubstrats 1 und
die oberste Wachstumsoberflache des Ingots 10 zu-
einander parallel sind). Vorzugsweise ist die Haupto-
berflache des Tragersubstrats 1, das als Impfsubstrat
dient (die Oberflache, auf der ein Kristall zur Bildung
des Ingots 10 gewachsen wird), um 1° oder mehr und
10° oder weniger in eine <11-20> Richtung oder ei-
ne <1-100> Richtung relativ zu der (0001) Ebene ge-
neigt. Der Neigungswinkel der Hauptoberflache kann
auf 1° oder mehr und 10° oder weniger eingestellt
werden. Unter Verwendung eines derartigen Trager-
substrats 1 wird die (0001) Facette 5 nur in einem
kleinen Gebiet am Endabschnitt des Ingots 10, wie in
der Fig. 7 gezeigt, erzeugt. Obwohl das in der Fig. 3
gezeigte Tragerelement 2 nicht dargestellt ist und das
Tragersubstrat 1 direkt an einer inneren Wand des
Schmelztiegels 11 in der Kristallwachstumsvorrich-
tung angeordnet ist, wie in der Fig. 7 gezeigt, ist das
Tragerelement 2 auf dem Basissubstrat 1, wie in der
Fig. 3 gezeigt, anordenbar und das Tragersubstrat 1
ist an der inneren Wand des Schmelztiegels 11 mit
dem dazwischen angeordneten Tragerelement 2 be-
festigbar.

[0047] In diesem Fall ist die Herstellung einer mog-
lichst flachen obersten Wachstumsoberflache des In-
gots 10 (beispielsweise indem die oberste Wachs-
tumsoberflache veranlasst wird, sich in eine Richtung
rechtwinklig zu der Kristallwachstumsrichtung zu er-
strecken) eine Bedingung fir die Erzeugung einer
moglichst kleinen (0001) Facette 5 in dem Endab-
schnitt des Ingots 10. Fir die Herstellung der fla-
chen obersten Wachstumsoberflache sind die Tem-
peraturen eines mittleren Abschnitts 14, eines End-
abschnitts 15 und eines aufersten Randabschnitts
16 auf der obersten Wachstumsoberflache des In-
gots 10, wie in der Fig. 7 gezeigt, wichtig. Der End-
abschnitt 15 liegt in einem Endabschnittsgebiet des
Ingots 10 und ist mit einem Abstand von weniger als
10% eines Durchmessers des Ingots 10 von der inne-
ren Wand des Schmelztiegels 11 angeordnet. Wenn
die Temperatur des mittleren Abschnitts 14 als Ta,
die Temperatur des Endabschnitts 15 als Tb und
die Temperatur des duRersten Randabschnitts 16 als

Tc dargestellt werden, erflllt vorzugsweise die Be-
ziehung zwischen diesen Temperaturen einen Ver-
gleichsausdruck Tc > Tb > Ta, und ein Temperatur-
gradient zwischen der Temperatur Tb und der Tem-
peratur Ta ((absoluter Wert der Differenz zwischen
der Temperatur Ta und der Temperatur Tb)/(Entfer-
nung zwischen dem mittleren Abschnitt 14 und dem
Endabschnitt 15)) betragt 10°C/cm oder weniger.

[0048] Zur Erflllung dieser Temperaturbedingungen
ist es notwendig, die Temperaturverteilung auf ei-
ner hinteren Oberflachenseite des Tragersubstrats 1
(das heildt, die obere Oberflachenseite des Schmelz-
tiegels 11 in Fig. 7) zu verringern (die Temperatur-
schwankungen zu verkleinern). Insbesondere wird
vorzugsweise eine Struktur verwendet, in der bei-
spielsweise eine Warmeverteilungs6ffnung, die in der
oberen Oberflachenseite des Schmelztiegels 11 ge-
bildet ist, einen gréfleren Durchmesser als die Breite
des Ingots 10 aufweist. Ferner kann ein Krimmungs-
radius zwischen dem mittleren Abschnitt 14 und dem
Endabschnitt 15 auf der Oberflaiche des Ingots 10
gleich dem oder mehr als das Dreifache des Radi-
us des Ingots 10 sein. Der Krimmungsradius wird
beispielsweise wie folgt berechnet. Zunachst wird die
Hohe des Ingots 10 (die Entfernung von der Oberfla-
che des Tragersubstrats 1 zu der Oberflache des In-
gots 10) in einem 5 mm Abstand zwischen dem mitt-
leren Abschnitt 14 und dem Endabschnitt 15 gemes-
sen. Dann werden aus der Differenz der Hohen zwi-
schen den Abstanden die Bogenradien entsprechend
der Oberflache des Ingots 10 zwischen den Abstan-
den berechnet. Danach wird ein Mindestradius der
Bogenradien, die zwischen den Abstéanden zwischen
dem mittleren Abschnitt 14 und dem Endabschnitt
15 berechnet wurden, als der Krimmungsradius de-
finiert.

[0049] Die Ebenheit der Oberflache des Ingots 10
wird anhand des folgenden Messverfahrens gemes-
sen. Das heilt, es wird die Hohe der Oberflache
des Ingots 10 von einer Bezugsflache an einer Viel-
zahl von Positionen (Messpunkten), die mit einem
Abstand von 5 mm in kreuz und quer verlaufender
Richtung (vorzugsweise in einer Matrix mit einem 5
mm Abstand) von der Mitte der Oberflache des In-
gots 10 angeordnet sind, gemessen. Danach wer-
den die Héhenunterschiede zwischen benachbarten
Messpunkten gemessen. Ferner wird von einer Tan-
gente (tan) aus den Hohendifferenzen und dem Ab-
stand zwischen den Messpunkten ein Winkel ent-
sprechend der Neigung der Oberflache des Ingots 10
zwischen den benachbarten Messpunkten bestimmt.
Vorzugsweise betragt eine derart bestimmte Vielzahl
von Winkeln im Durchschnitt 10° oder weniger. Fer-
ner betragen vorzugsweise alle gemessenen Winkel
10° oder weniger. Die Messpunkte sind nicht in ei-
nem, das sich in einem Abstand von weniger als 10%
des Durchmessers des Ingots 10 von dem aufersten
Randabschnitt des Ingots 10 befindet, angeordnet.
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[0050] In Hinblick auf die Beziehung zwischen der
Temperatur Tc und der Temperatur Tb betragt vor-
zugsweise ein absoluter Wert der Differenz zwischen
der Temperatur Tb und der Temperatur Tc 1°C oder
mehr und 50°C oder weniger (insbesondere soll die
Temperatur Tc hdher als die Temperatur Tb sein,
wobei der Unterschied zwischen der Temperatur Tb
und der Temperatur Tc 1°C oder mehr und 50°C
oder weniger betragt). Sollte der absolute Wert der
Differenz weniger als 1°C betragen, setzt sich wahr-
scheinlich ein Polykristall aus Siliziumcarbid an der
inneren Randoberflaiche des Schmelztiegels 11 aus
Graphit ab und wachst an diesem, um das Wachstum
des Einkristallingots zu verhindern. Sollte die Diffe-
renz mehr als 50°C betragen, steigen auch die Tem-
peraturen in dem Endoberflachenbereich des Ingots
10 aufgrund der Strahlungswarmewirkung und der-
gleichen des Schmelztiegels 11. Somit erhéht sich
der Temperaturunterschied zwischen dem mittleren
Abschnitt 14 und dem Endabschnitt 15, wodurch die
Ebenheit der Oberflache des Ingots 10 nicht aufrecht
erhalten werden kann.

[0051] Durch Ziichten des Kristalls unter derartigen
Bedingungen wird die Oberflache des Ingots 10 flach
ausgebildet und die (0001) Facette 5 wird lediglich an
dem Endabschnitt des Ingots 10 erzeugt. Vorzugs-
weise ist eine Breite der (0001) Facette 5 (die Breite
des Tragersubstrats 1 in einer Versatzrichtung) gleich
oder weniger als 10% des Durchmessers des Ingots
10.

[0052] Fir die Anordnung der (0001) Facette 5 an
dem Endabschnitt des Ingots 10, wie zuvor beschrie-
ben, wird eine Umgebung ohne Temperaturvertei-
lung in radialer Richtung des Ingots 10 (der Zustand,
in dem die Temperaturdifferenz in radialer Richtung
klein ist) wahrend des gesamten Wachstumsprozes-
ses des Ingots 10 bevorzugt. Zu diesem Zweck muss
die Temperatur wie folgt wahrend eines Tempera-
turerhéhungsschritts sowie wahrend einer jeweiligen
mittleren und spaten Wachstumsphase, aul3er einer
anfanglichen Wachstumsphase, vorsichtig gesteuert
werden.

[0053] Wird beispielsweise ein gemeinsamer Hoch-
frequenz-Heiztiegel als Heiztiegel 11 verwendet, wird
eine Seitenflache des Tiegels 11 erhitzt. Somit wird
in dem Temperaturerh6hungsschritt die Temperatur-
verteilung eher in der radialen Richtung des Ingots
10 erzeugt. Dementsprechend wird in dem Fall, in
dem die Temperatur auf einer Bodenflache des Tie-
gels 11 in einer Stunde (oder) weniger 2000°C oder
mehr (ber Raumtemperatur erreicht, der Schmelz-
tiegel vorzugsweise fir finf Minuten oder mehr un-
ter einem atmospharischen Druck von 40 kPa oder
mehr und 100 kPa oder weniger und auf einer vor-
bestimmten Wachstumstemperatur gehalten, um ei-
ne gleichmaflige Temperaturverteilung zu erzielen,

und anschlielend der atmospharische Druck auf ei-
nen vorbestimmten Wachstumsdruck reduziert.

[0054] Wahrend der mittleren und spaten Wachs-
tumsphase wird der Ingot 10 auf eine H6he von 1 cm
oder mehr gewachsen, und somit wird die Tempe-
ratur der duBersten Wachstumsoberflache héher als
wahrend der anfanglichen Wachstumsphase. Folg-
lich wird ein Temperaturgradient zwischen der obers-
ten Wachstumsoberflache des Ingots 10 und der
Quelle weniger steil. Dies filhrt zu einer Anderung
der Umgebungstemperatur am Endabschnitt 15 und
am aufersten Randabschnitt 16 von dem Zustand
wahrend der anféanglichen Wachstumsphase, die ei-
ne Umkehr der GroRenbeziehung zwischen der Tem-
peratur Tb des Endabschnitts 15 und der Tempera-
tur Tc des auBersten Randabschnitts 16 umfassen
kann. In diesem Zustand wird der Ingot 10 eine kon-
kave Form aufweisen, wodurch die (0001) Facette 5
von dem Endabschnitt in Richtung des mittleren Ab-
schnitts des Ingots 10 bewegt wird.

[0055] Deshalb ist es wahrend der mittleren und spa-
ten Wachstumsphase notwendig, immer eine Umge-
bung, die die Bedingung Temperatur Tc > Tempera-
tur Tb erflllt, aufrecht zu erhalten, indem die Tem-
peratur der Seitenoberflache des Schmelztiegels 11
héher gemacht wird als wahrend der anfanglichen
Wachstumsphase, oder indem die Warmemenge, die
aus der oberen Seite des Schmelztiegels 11 abge-
fuhrt wird, erhéht wird. Da die konkave Oberflachen-
form des Ingots 10 die Mdglichkeit des Auftretens ei-
nes Risses erhoht, weist dartber hinaus der Ingot 10
vorzugsweise eine flache oder eine leicht konvexe
Oberflachenform auf. Es wird ferner bevorzugt, eine
oberste Oberflache der Quelle des Ingots 10 vorab
flach auszubilden, um Veranderungen in der Fiilltiefe
der Quelle zu verhindern.

[0056] Der anhand des zuvor beschriebenen Verfah-
rens gebildete Ingot 10 gemaf der vorliegenden Er-
findung weist die (0001) Facette 5 mit kleiner Gro-
Re und eine sehr flache Oberflache auf. Somit ist die
Wahrscheinlichkeit fir das Auftreten von Versetzun-
gen im Wesentlichen quer lber der Oberflache des
Ingots 10 gleich und nimmt einheitlich wahrend der
Ingot 10 wéchst, ab. Das heilt, dass in dem Ingot 10
geman der vorliegenden Erfindung die Versetzungen
im Wesentlichen in dem gesamten Gebiet verringert
werden kénnen.

[0057] Ein alternatives Verfahren zur Erzeugung der
Facette lediglich an dem Endabschnitt des Ingots
10 umfasst, die Temperatur in dem Gebiet, in dem
die Facette erzeugt werden soll, héher zu machen
als in dem Ubrigen Gebiet. Das heil’t, vorzugswei-
se erflllt eine Temperatur Td eines Endabschnitts
17 auf der Facettenseite und eine Temperatur Te ei-
nes aulersten Randabschnitts 18 auf der Facetten-
seite, wie in der Fig. 7 gezeigt, eine Beziehung Te >

8/30



DE 11 2012 002 192 TS5 2014.03.13

Td, wobei der Temperaturunterschied zwischen dem
Endabschnitt 17 auf der Facettenseite und dem &u-
Rersten Randabschnitt 18 auf der Facettenseite (das
heif3t, Te — Td) 20°C oder mehr und 100°C oder we-
niger betragt. Da auRerdem ein grolRer Temperatur-
unterschied zwischen dem mittleren Abschnitt 14 und
dem Endabschnitt 15 das Facettengebiet vergrof3ert,
wird vorzugsweise ein Temperaturgradient zwischen
dem mittleren Abschnitt 14 und dem Endabschnitt 15
auf 20°C/cm oder weniger eingestellt.

[0058] Vorzugsweise wird ein relativ gro3er Tempe-
raturunterschied nur zwischen dem Endabschnitt 17
auf der Facettenseite und dem &ufersten Randab-
schnitt auf der Facettenseite erzeugt, wahrend der
Temperaturunterschied zwischen dem Endabschnitt
15 und dem &uRersten Randabschnitt 16 auf 20°C
oder weniger in dem Ubrigen Gebiet des &ufleren
Umfangsgebiets des Ingots 10 eingestelltist. Um dies
zu erreichen, kann beispielsweise nur ein Gebiet, in
dem die Facette 5 gebildet werden soll, erhitzt wer-
den. Wird beispielsweise der Schmelztiegel 11 an-
hand einer Induktionsheizvorrichtung erhitzt, kann ei-
ne derartige Erwarmung durchgefiihrt werden, indem
eine Mittellinie des Schmelztiegels 11 von einer Mit-
tellinie der fir die Erwdrmung verwendeten Spulen 12
um eine vorbestimmte Strecke (beispielsweise etwa
1 mm oder mehr und 5 mm oder weniger) zu der Sei-
te, an der die (0001) Facette 5 gebildet werden soll,
verschoben wird. Dartber hinaus kann, unabhangig
von einem Heizverfahren, die Dicke eines warmeiso-
lierenden Materials um den Schmelztiegel 11 nur in
einem Abschnitt nahe dem Gebiet, in dem die Facette
5 gebildet werden soll, erhéht werden, im Vergleich
zu der Dicke des Ubrigen Gebiets (sie kann in etwa
um 2 mm oder mehr und in etwa 10 cm oder weniger
gegenuber der Dicke des warmeisolierenden Materi-
als des Ubrigen Gebiets erhoht werden). Ein alterna-
tives Verfahren umfasst das Fiillen einer Offnung, die
zur Hitzeverteilung (Hitzeverteilungsoffnung) in dem
oberen Abschnitt des Schmelztiegels 11 in einem Ge-
biet, das dem Gebiet, in dem Facette 5 gebildet wer-
den soll, gegenuberliegt, gebildet ist.

[0059] Ein alternatives Verfahren zum Anordnen der
Facette 5 in dem Endabschnitt des Ingots 10 um-
fasst das Anordnen eines Temperaturregulierungs-
elements 3 in dem Tragerelement 2, wie in der Fig. 3
gezeigt, und das Andern einer Heiztemperatur des
Gebiets, in dem die Facette 5 gebildet werden soll
(Endabschnitt des Tragersubstrats 1), im Vergleich
zu dem Ubrigen Gebiet. Ein derartiges Temperatur-
regulierungselement 3 kann durch ein Heizelement,
wie beispielsweise eine elektrische Heizung, reali-
siert sein. Ein alternatives Verfahren zum Anordnen
der Facette 5 an dem Endabschnitt des Ingots 10
umfasst das Zufihren eines Quellgases zum Wach-
sen von Siliziumcarbid auf dem Tragersubstrat 1 aus-
schlieRlich in dem Gebiet, in dem die Facette 5 gebil-
det werden soll, und ein H6hermachen einer Silizium-

carbidwachstumsrate in dem Gebiet, in dem die Fa-
cette 5 gebildet werden soll, als in dem Ubrigen Ge-
biet, indem beispielsweise eine Entladeeinheitanord-
nung zum Entladen der Gasquelle fir die Ziichtung
des Siliziumcarbids im Inneren des Verarbeitungsbe-
hélters eingestellt wird.

[0060] Als nachstes wird ein Nachbearbeitungs-
schritt (S30) durchgefiihrt. Insbesondere wird der so
gebildete Ingot 10 aus dem Verarbeitungsbehalter
entfernt und eine notwendige Nachbearbeitung, wie
beispielsweise Schleifen einer Oberflache, Ausbilden
einer Markierung auf dem Ingot 10 zum Anzeigen ei-
ner Kristallorientierung des Ingots 10 und ferner Tren-
nen des Tragersubstrats 1 von dem Ingot 10, durch-
gefihrt.

[0061] Mit Bezug auf eine oberste Oberflache 9 (sie-
he Fig. 5) eines Abschnitts, in dem der Silizium-
carbidkristall des Ingots 10 gewachsen wurde, ist
vorzugsweise ein maximaler Krimmungsradius im
Querschnitt, wie in der Fig. 5 gezeigt, gleich dem oder
mehr als das Dreifache des Umkreisradius der eben-
flachigen Form des in der Fig. 4 gezeigten Ingots 10
(der Kreis, der einen AuRenumfang der ebenflachi-
gen Form des Ingots 10 bildet, wenn der Ingot 10 eine
kreisférmige ebene Form aufweist, wie in der Fig. 4
gezeigt).

[0062] Das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration
6 ist auf einer stromaufwarts gelegenen Seite in der
mit Pfeil 26 gezeigten Versatzwinkelrichtung ange-
ordnet. Die Versatzwinkelrichtung ist eine Richtung,
in der der Versatzwinkel des Tragersubstrats 1 fest-
gesetzt ist und umfasst beispielsweise entweder die
<11-20> Richtung oder die <1-100> Richtung. Wenn
eine (0001) Richtungsachse des Tragersubstrats 1
die Oberflache 4 des Tragersubstrats 1 schneidet,
wird eine Richtung, in der die (0001) Richtungsach-
se relativ zu einer Normalen der Oberflache 4 ge-
neigt ist, als die stromaufwarts gelegene Seite defi-
niert, und eine gegeniber der stromaufwarts gelege-
nen Seite liegende Richtung wird als eine stromab-
warts gelegene Seite definiert. Eine Stickstoffkonzen-
tration in dem Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentra-
tion 6 ist gleich der oder mehr als das 1,1fache der
Stickstoffkonzentration in dem Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7. Die Stickstoffkonzentration
kann beispielsweise mittels SIMS bewertet werden.

[0063] Darlber hinaus ist eine Lichtdurchldssigkeit
mit einer Wellenldnge von 450 nm oder mehr und 500
nm oder weniger pro Dickeeinheit durch das Gebiet
mit hoher Stickstoffkonzentration 6 niedriger als ei-
ne Durchl&ssigkeit desselben Lichts pro Dickeeinheit
durch das andere Gebiet mit niedriger Stickstoffkon-
zentration 7 als durch das Gebiet mit hoher Stickstoff-
konzentration 6 in Ingot 10. Die Lichtdurchlassigkeit
kann beispielsweise mittels FTIR (Fourier-Transfor-
mations-Infrarot-Spektrometrie) gemessen werden.
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[0064] Beispielsweise ist die Dicke eines Substrats
20 auf 400 pm einstellbar und die Lichtdurchlassig-
keit mit der zuvor erwdhnten Wellenlange durch das
Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 des Sub-
strats 20 in eine Dickerichtung des Substrats 20 und
die Lichtdurchlassigkeit mit der zuvor erwéhnten Wel-
lenlange durch das Gebiet mit niedriger Stickstoffkon-
zentration 7 des Substrats 20 in die Dickerichtung des
Substrats 20 kann anhand eines Spektrometers fir
sichtbares Licht gemessen werden.

[0065] Da das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentra-
tion 6 mit einer relativ hohen Stickstoffkonzentration,
gemal diesem Ingot 10, an dem Endabschnitt des In-
gots 10 angeordnet ist, kann das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7 mit einer relativ niedrigen
Stickstoffkonzentration als ein grofles den mittleren
Abschnitt des Ingots 10 aufweisendes Gebiet ausge-
bildet werden. Wenn das Siliziumcarbidsubstrat 20
aus dem Ingot 10 geschnitten wird, kann somit das Si-
liziumcarbidsubstrat 20, in dem das Gebiet mit relativ
niedriger Stickstoffkonzentration 7 in einem grofRen
den Substratmittelabschnitt aufweisenden Gebiet ge-
bildet ist, auf einfache Weise erhalten werden.

[0066] Als nachstes wird der so erhaltene Ingot 10
verwendet, um das in der Fig. 6 gezeigte Silizium-
carbidsubstrat 20 mittels eines in der Fig. 2 gezeig-
ten Prozesses herzustellen. Bezugnehmend auf die
Fig. 2 wird ein Verfahren zur Herstellung des Silizi-
umcarbidsubstrats 20 genauer beschrieben.

[0067] In dem Verfahren zu Herstellung eines Si-
liziumcarbidsubstrats gemaf der vorliegenden Er-
findung wird zunachst ein Ingot-Herstellungsschritt
(S40), wie in der Fig. 2 gezeigt, durchgeflhrt. In die-
sem Schritt (S40) wird der Ingot 10, der aus Silizi-
umcarbid besteht und durch Durchfiihren der in der
Fig. 1 gezeigten Schritte erhalten wird, hergestellt.

[0068] Als nachstes wird ein Schneideschritt (S50)
durchgefihrt. Insbesondere wird in dem Schritt (S50)
der Ingot 10 auf beliebige Art und Weise geschnit-
ten. Das Schneiden kann beispielsweise mit einer
Drahtsége oder mit einem Schneideelement mit har-
ten auf dessen Oberflache angeordneten Schleifkor-
nern, wie beispielsweise Diamant (beispielsweise ei-
ne Innenlochsage), durchgefihrt werden. Der Ingot
10 kann in eine beliebige Richtung, beispielsweise in
eine Richtung entlang der Oberflache 4 des Trager-
substrats 1 (die Richtung entlang einer geraden Linie
8 in der Fig. 5) geschnitten werden. In diesem Fall
kann das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6
in dem Endabschnitt des Siliziumcarbidsubstrats 20,
das geschnitten wurde, angeordnet sein. Wahlweise
kann der Ingot 10 entlang einer Ebene, die durch die
Versatzwinkelrichtung des Tragersubstrats 1 und der
Normalen an der Oberflaiche des Tragersubstrats 1
definiert ist (das heif3t, so, dass der Querschnitt des in

Fig. 5 gezeigten Ingots 10 eine Hauptoberfldche des
Siliziumcarbidsubstrats 20 ist), geschnitten werden.

[0069] Als nachstes wird ein Nachbearbeitungs-
schritt (S60) durchgefiihrt. Insbesondere wird eine
Oberflache und/oder eine hintere Oberflache des
Substrats, die durch das Schneiden erhalten wurde,
zur Feinbearbeitung der Oberflache in einen beliebi-
gen Oberflachenzustand, wie beispielsweise zu einer
Hochglanzoberflache, geschliffen und poliert. Folg-
lich wird das in der Fig. 6 gezeigte Siliziumcarbid-
substrat 20 erhalten. In dem Siliziumcarbidsubstrat
20 wird das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzen-
tration 7 in einem groRen einen mittleren Abschnitt
der Hauptoberflache umfassenden Abschnitt gebil-
det und das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentrati-
on 6 ist an dem Endabschnitt angeordnet. Wie in der
Fig. 8 gezeigt, kann das Gebiet mit hoher Stickstoff-
konzentration 6 durch Schleifen oder dergleichen zur
Ausbildung einer Vertiefung 21 in einem AulRenum-
fang des Siliziumcarbidsubstrats 20 entfernt werden.
In diesem Fall wird das Gebiet mit niedriger Stickstoff-
konzentration 7 im Wesentlichen auf der gesamten
Oberflache des Siliziumcarbidsubstrats 20 gebildet,
wodurch das Siliziumcarbidsubstrat 20 mit gleichfor-
migen Eigenschaften erhalten wird.

[0070] Gemals diesem Siliziumcarbidsubstrat 20
kann eine epitaktische Schicht aus Siliziumcarbid mit
sehr gleichmaRigen Eigenschaften auf einfache Wei-
se auf der Oberflache des Siliziumcarbidsubstrats 20
gebildet werden.

[0071] Wird das Verfahren zur Herstellung eines in
der Fig. 2 gezeigten Siliziumcarbidsubstrats nach
dem Entfernen des Gebiets mit hoher Stickstoffkon-
zentration 6 in dem in der Fig. 1 gezeigten Nach-
bearbeitungsschritt (S30) von dem Ingot 10 durch
Schleifen oder dergleichen durchgefiihrt, kann das
Siliziumcarbidsubstrat 20 ohne das Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration, wie beispielsweise in der
Fig. 8 gezeigt, das heillt, das Siliziumcarbidsubstrat
20 mit dem auf der gesamten Oberflache ausgebil-
deten Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration, er-
halten werden. Das in der Fig. 8 gezeigte Siliziumcar-
bidsubstrat 20 weistim Grunde eine &hnliche Struktur
wie das in der Fig. 6 gezeigte Siliziumcarbidsubstrat
20 auf, mit der Ausnahme, dass das in der Fig. 6 ge-
zeigte Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 ent-
fernt wurde. Folglich weist das in der Fig. 8 gezeigte
Siliziumcarbidsubstrat 20 die Vertiefung 21 auf, die
teilweise in dem dufleren Umfangsendabschnitt, in
dem das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6
angeordnet war, ausgebildet ist. Wenn dieses Silizi-
umcarbidsubstrat 20 durch Schneiden des Ingots 10
in die Richtung entlang der geraden Linie 8 in Fig. 5
erhalten wird, ist die Vertiefung 21 an dem Endab-
schnitt in die Versatzwinkelrichtung des Siliziumcar-
bidsubstrats 20 angeordnet.
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[0072] Obwohl ein Substrat mit einer kreisférmigen
ebenen Form als Tragersubstrat 1 in dem Verfahren
zur Herstellung des Ingots 10 und des Siliziumcar-
bidsubstrats 20, wie zuvor beschrieben, verwendet
wird, kann auch ein Substrat mit einer anderen belie-
bigen Form als Tragersubstrat 1 verwendet werden.
Wird beispielsweise ein Substrat mit einer quadrati-
schen ebenen Form als Tragersubstrat 1 verwendet,
kann der Ingot 10 mit einer im Wesentlichen quadra-
tischen ebenen Form, wie in der Fig. 9 gezeigt, erhal-
ten werden. Auch in diesem Fall kann die Facette 5
bei zweidimensionaler Betrachtung des Ingots 10 an
dem Endabschnitt durch Steuern der Prozessbedin-
gungen in dem in der Fig. 1 gezeigten Filmbildungs-
schritt (S20) angeordnet werden. Ein Querschnitt ent-
lang der Linie V-V in der Fig. 9 ist ahnlich dem in
der Fig. 5 gezeigten. Vorzugsweise ist der maxima-
le Krimmungsradius der obersten Oberflache des er-
haltenen Ingots 10 (der maximale Krimmungsradius
der obersten Oberflache 9 in der Fig. 5) gleich dem
oder mehr als das Dreifache des Umkreisradius 25
der ebenflachigen Form des in der Fig. 9 gezeigten
Ingots 10.

[0073] Auch in diesem Fall kann durch Schneiden
des Ingots 10 in die Richtung parallel zu der Ober-
flache 4 des Tragersubstrats 1 (das heil}t, die durch
die gerade Linie 8 in der Fig. 5 gezeigte Richtung)
das Siliziumcarbidsubstrat 20 mit einer ebenen Form,
wie in der Fig. 10 gezeigt, erhalten werden. Auch in
dem in der Fig. 10 gezeigten Siliziumcarbidsubstrat
20 ist das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration
6 in dem Endabschnitt angeordnet und das Gebiet
mit niedriger Stickstoffkonzentration 7 ist in dem ub-
rigen Gebiet vorgesehen. Das Siliziumcarbidsubstrat
20 erzielt einen ahnlichen Effekt wie das in der Fig. 6
gezeigte Siliziumcarbidsubstrat 20.

[0074] Dariber hinaus kann durch Entfernen des
Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration von dem
in der Fig. 10 gezeigten Siliziumcarbidsubstrat 20
durch Schleifen oder dergleichen das Siliziumcarbid-
substrat 20 mit dem Gebiet mit niedriger Stickstoff-
konzentration 7, das auf der gesamten Oberflache
der Form gebildet ist, wie in der Fig. 11 gezeigt, er-
halten werden. Das Gebiet mit hoher Stickstoffkon-
zentration kann vorab in dem Schritt zum Ausbilden
des Ingots 10 (insbesondere der in der Fig. 1 ge-
zeigte Nachbearbeitungsschritt (S30)) von dem Ingot
10 entfernt werden. Dieses Siliziumcarbidsubstrat 20
weist ein ahnliches Ergebnis wie das in der Fig. 8 ge-
zeigte Siliziumcarbidsubstrat 20 auf.

[0075] Alternativ kann zur Ausbildung des Ingots 10
ein Substrat, das aus einem Siliziumcarbideinkristall
gebildet ist und eine rechteckige ebene Form, wie in
der Fig. 12 gezeigt, aufweist, als Tragersubstrat 1
verwendet werden. Auch in diesem Fall kann der In-
got 10 mit der ebenflachigen Form, wie in der Fig. 12
gezeigt, mit dem Verfahren zur Herstellung eines in

der Fig. 1 gezeigten Ingots gebildet werden. Eine
Querschnittsform entlang der Linie V-V des Ingots 10
in der Fig. 12 ist im Grunde &hnlich jener des in der
Fig. 5 gezeigten Ingots 10. Vorzugsweise ist der ma-
ximale Krimmungsradius der obersten Oberflache 9
(siehe Fig. 5) des in der Fig. 12 gezeigten Ingots 10
gleich dem oder mehr als das Dreifache des Umkreis-
radius 25 der ebenen Form des in der Fig. 12 gezeig-
ten Ingots 10.

[0076] Indem der in Fig. 12 gezeigte Ingot 10 ge-
schnitten und der Ingot 10 der Nachbearbeitung mit
dem in der Fig. 2 gezeigten Verfahren unterzogen
wird, kann dann das Siliziumcarbidsubstrat 20 mit ei-
ner rechteckigen ebenen Form, wie in der Fig. 13
gezeigt, erhalten werden. Das Schneiden wird in ei-
ne Richtung parallel zu einer Zeichnungsebene der
Fig. 12 (die Richtung entlang der Oberflache des Tra-
gersubstrats) durchgefiihrt. Auch in diesem Silizium-
carbidsubstrat 20 wird das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration 6 an dem Endabschnitt gebildet
und das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration
7 wird in dem grof3en Ubrigen Gebiet gebildet. Dieses
Siliziumcarbidsubstrat 20 erzielt ein ahnliches Ergeb-
nis wie das in der Fig. 6 gezeigte Substrat.

[0077] Ferner kann durch Entfernen des Gebiets mit
hoher Stickstoffkonzentration 6 von dem in der Fig. 3
gezeigten Siliziumcarbidsubstrat 20 das Siliziumcar-
bidsubstrat 20 mit einem auf der gesamten Oberfla-
che davon ausgebildeten Gebiet mit niedriger Stick-
stoffkonzentration 7, wie in der Fig. 14 gezeigt, erhal-
ten werden. In diesem Fall wird das in der Fig. 14 ge-
zeigte Siliziumcarbidsubstrat 20 durch Entfernen des
Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration 6 von dem
Ingot 10 in dem Schritt zum Bilden des in der Fig. 12
gezeigten Ingots 10 und anschlieRendem Schneiden
des Ingots 10 erhalten.

[0078] Alternativ kann ein Substrat mit einer hexa-
gonalen ebenen Form als Tragersubstrat 1 verwen-
det werden. Wird ein derartiges Substrat als Trager-
substrat 1 verwendet, wird der Ingot 10 mit einer he-
xagonalen ebenen Form, wie in der Fig. 15 gezeigt,
erhalten. Auch in diesem Ingot 10 ist die (0001) Fa-
cette 5 an dem Endabschnitt der obersten Oberfla-
che 9 (siehe Fig. 5), auf der der Kristall des Ingots 10
gewachsen wurde, angeordnet. Eine Querschnittsan-
sicht entlang der Linie V-V des in der Fig. 15 gezeig-
ten Ingots ist ahnlich der in der Fig. 5 gezeigten. Vor-
zugsweise ist der maximale Krimmungsradius der
obersten Oberflache 9 des erhaltenen Ingots 10 (der
maximale Krimmungsradius der obersten Oberfla-
che 9 in Fig. 5) gleich dem oder mehr als das Drei-
fache des Umkreisradius 25 der ebenflachigen Form
des in der Fig. 15 gezeigten Ingots 10.

[0079] Durch Schneiden und Verarbeiten des in der
Fig. 15 gezeigten Ingots 10 mittels des in der Fig. 2
gezeigten Verfahrens wird dann das Siliziumcarbid-
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substrat 20 mit einer hexagonalen ebenen Form,
wie beispielsweise in der Fig. 16 gezeigt, erhalten.
Das Schneiden wird in eine Richtung parallel zu der
Zeichnungsebene der Fig. 15 (die Richtung entlang
der Oberflache des Tragersubstrats 1) durchgefiihrt.
Auch in diesem Siliziumcarbidsubstrat 20 ist das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 an dem End-
abschnitt angeordnet und das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7 ist in dem Ubrigen Gebiet
gebildet. Dieses Substrat weist ein ahnliches Ergeb-
nis wie das in der Fig. 6 gezeigte Substrat auf.

[0080] Ferner kann durch Entfernen des Gebiets
mit hoher Stickstoffkonzentration 6 von dem in der
Fig. 16 gezeigten Siliziumcarbidsubstrat 20 durch
Schleifen oder dergleichen das Siliziumcarbidsub-
strat 20 mit dem auf dessen gesamter Oberflache ge-
bildeten Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration
7 erhalten werden, wie in der Fig. 17 gezeigt. In die-
sem Fall wird das in der Fig. 17 gezeigte Siliziumcar-
bidsubstrat 20 durch Entfernen des Gebiets mit ho-
her Stickstoffkonzentration 6 von dem Ingot 10 in dem
Schritt zum Bilden des in der Fig. 15 gezeigten Ingots
10 und anschlieRendem Schneiden des Ingots 10 er-
halten.

[0081] Wahrend einige bereits in obigen Ausfiih-
rungsformen erlautert wurden, werden im Nachfol-
genden die charakteristischen Merkmale der vorlie-
genden Erfindung beschrieben.

[0082] Wie in der Fig. 1 gezeigt, umfasst das Ver-
fahren zur Herstellung eines Ingots aus Siliziumcar-
bid 10 gemaR der vorliegenden Erfindung die Schrit-
te des Herstellens eines Tragersubstrats 1, das aus
einem Siliziumcarbideinkristall hergestellt ist und ei-
nen Versatzwinkel von 0,1° oder mehr und 10° oder
weniger, noch bevorzugter 1° oder mehr und 10°
oder weniger, in eine Versatzwinkelrichtung aufweist,
die entweder eine <11-20> Richtung oder eine <1-
100> Richtung relativ zu einer (0001) Ebene um-
fasst (Herstellungsschritt (S10)), und des Aufwach-
sens einer Siliziumcarbidschicht auf einer Oberflache
des Tragersubstrats 1 (Filmbildungsschritt (S20)). In
dem Filmbildungsschritt (S20) wird ein Gebiet mit ei-
ner (0001) Facette 5 auf einer Oberflache der aufge-
wachsenen Siliziumcarbidschicht an einem Endab-
schnitt auf einer stromaufwérts gelegenen Seite ge-
bildet, wobei die stromaufwérts gelegenen Seite ei-
ne Seite ist, bei der ein Schnittpunktwinkel zwischen
einer (0001) Richtungsachse des Tragersubstrats 1
und der Oberflache 4 des Tragersubstrats 1 in der
Versatzwinkelrichtung einen spitzen Winkel aufweist.

[0083] Durch Ausbilden der (0001) Facette 5, in die
auf diese Weise Stickstoff leicht in dem Endabschnitt
des Ingots 10 aufgenommen wird, wird ein Gebiet mit
einer relativ hohen Stickstoffkonzentration (ein un-
ter der (0001) Facette angeordnetes Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration 6) in dem Endabschnitt

des Ingots 10 aus Siliziumcarbid 10 angeordnet. So-
mit wird ein Gebiet mit einer relativ niedrigen Stick-
stoffkonzentration (ein anderes Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7 als das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration) als ein grofles den mittle-
ren Abschnitt des Ingots aus Siliziumcarbid 10 um-
fassendes Gebiet gebildet. Demgemal wird, wenn
das Siliziumcarbidsubstrat 20 von dem Ingot 10 ab-
geschnitten wird, das Siliziumcarbidsubstrat 20, in
dem das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration
7 in einem groRen den Substratmittelabschnitt auf-
weisenden Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise
erhalten. Da auf diese Weise das Gebiet mit niedri-
ger Stickstoffkonzentration 7 (das heif’t, das Gebiet
mit einer stabilen Stickstoffkonzentration mit wenig
darin aufgenommenen Stickstoff) in einem grof3en
den Substratmittelabschnitt aufweisenden Gebiet ge-
bildet werden kann, kann auf effiziente Weise eine
Halbleitervorrichtung auf der Oberflache des Silizi-
umcarbidsubstrats 20 mit verbesserter Nutzungseffi-
zienz des Substrats hergestellt werden.

[0084] In dem zuvor beschriebenen Verfahren zur
Herstellung eines Ingots aus Siliziumcarbid kann
in der Siliziumcarbidschicht nach dem Schritt zum
Wachsen einer Siliziumcarbidschicht (Filmbildungs-
schritt (S20)) ein unterhalb des Gebiets mitder (0001)
Facette 5 angeordneter Abschnitt das Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration 6 sein, das eine hoéhere
Stickstoffkonzentration aufweist als ein anderer Ab-
schnitt (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentra-
tion 7) als der unterhalb des Gebiets mit der (0001)
Facette angeordnete Abschnitt in der Siliziumcarbi-
dschicht.

[0085] In diesem Fall wird das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 unterhalb des Gebiets mit
der (0001) Facette 5 gebildet und das Gebiet mit
niedriger Stickstoffkonzentration 7, das eine niedrige-
re Stickstoffkonzentration als das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 aufweist, ist in dem Ubrigen
Abschnitt, der den mittleren Ingotabschnitt umfasst,
gebildet. Demgemal kann auf einfache Weise das
Siliziumcarbidsubstrat 20 mit dem Gebiet mit niedri-
ger Stickstoffkonzentration 7, das in einem grof3en
den Oberflachenzentralabschnitt aufweisenden Ge-
biet gebildet ist, durch Schneiden dieses Ingots aus
Siliziumcarbid 10 erhalten werden.

[0086] In dem zuvor beschriebenen Verfahren zur
Herstellung eines Ingots aus Siliziumcarbid ist eine
Breite des Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration
6 in der Versatzwinkelrichtung (der Richtung entlang
des in der Fig. 3 gezeigten Pfeils 26) gleich oder we-
niger als 1/10 einer Breite des Basissubstrats 1 in der
Versatzwinkelrichtung. In diesem Fall ist die Groflie
des Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration 6 be-
zogen auf den gesamten Ingot aus Siliziumcarbid 10
hinreichend klein. Somit kann die durch das Gebiet
mit hoher Stickstoffkonzentration 6 besetzte Flache
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auf der Oberflache (Hauptoberflache) des Silizium-
carbidsubstrats 20, das aus dem Ingot aus Silizium-
carbid 10 erhalten wird, verringert werden. Folglich
kann das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentrati-
on 7 (mit einer stabilen Stickstoffkonzentration) mit
einer ausreichend grofRen Gréle auf der Oberflache
des Siliziumcarbidsubstrats 20 ausgebildet werden.
AuBerdem ist das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration 6 in dem Schritt zum Schleifen und Formen
des Auflenumfangs des Ingots 10 aus Siliziumcarbid
10 auf einfache Weise entfernbar, wodurch eine Er-
héhung des Zeitaufwands, der fiir die Verarbeitung
des Ingots aus Siliziumcarbid 10 erforderlich ist, ver-
hindert wird.

[0087] Das zuvor erwadhnte Verfahren zur Her-
stellung eines Ingots aus Siliziumcarbid kann fer-
ner den Schritt Entfernen des Gebiets mit ho-
her Stickstoffkonzentration umfassen (Nachbearbei-
tungsschritt (S30) in Fig. 1). In diesem Fall kann das
Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7 in ei-
nem grofden Abschnitt des Ingots aus Siliziumcar-
bid 10 gebildet werden. Folglich kann das Gebiet mit
niedriger Stickstoffkonzentration 7 auf der gesamten
Oberflache des Siliziumcarbidsubstrats 20, das von
dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 geschnitten wurde,
vorgesehen sein, wodurch das Siliziumcarbidsubstrat
20 mit einer stabilen Stickstoffkonzentration und ho-
her Gleichférmigkeit erhalten wird.

[0088] In dem zuvor beschriebenen Verfahren zur
Herstellung eines Ingots aus Siliziumcarbid ist eine
Lichtdurchlassigkeit mit einer Wellenlange von 450
nm oder mehr und 500 nm oder weniger pro Dicke-
einheit durch das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration 6 niedriger als eine Durchlassigkeit desselben
Lichts pro Dickeeinheit durch den anderen Abschnitt
(das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7)
als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration in
der Siliziumcarbidschicht (die auf dem Tragersubstrat
1 gewachsene Siliziumcarbidschicht).

[0089] Die obige Lichtdurchlassigkeit durch den In-
got aus Siliziumcarbid 10 nimmt tendenziell ab, wah-
rend die Stickstoffkonzentration zunimmt. Somit wei-
sen das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6
und das andere Gebiet (das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7) als das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration unterschiedliche Werte auch
im Hinblick auf die Lichtdurchlassigkeitsbeschaffen-
heit auf. GemaR der vorliegenden Erfindung kann so-
mit, da das Gebiet mit relativ niedriger Lichtdurchlas-
sigkeit (das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration
6) an dem Endabschnitt des Ingots aus Siliziumcarbid
10 angeordnet ist, das Gebiet mit relativ hoher Licht-
durchlassigkeit (das Gebiet mit niedriger Stickstoff-
konzentration 7) als ein grof3es den mittleren Bereich
des Ingots aus Siliziumcarbid 10 umfassendes Ge-
biet auch im Hinblick auf die Lichtdurchl&ssigkeitsei-
genschaft gebildet werden. Wenn somit das Silizium-

carbidsubstrat 20 aus dem Ingot aus Siliziumcarbid
10 geschnitten wird, kann das Siliziumcarbidsubstrat
20, in der das Gebiet mit einer relativ hohen Licht-
durchléssigkeit in einem grofen, den Substratmittel-
abschnitt aufweisenden Gebiet gebildet ist, auf einfa-
che Weise erhalten werden.

[0090] In dem zuvor beschriebenen Verfahren zur
Herstellung eines Ingots aus Siliziumcarbid 10 ist ei-
ne Mikroréhrchendichte des Abschnitts (das Gebiet
mit hoher Stickstoffkonzentration 6), der sich unter-
halb des Gebiets mit der (0001) Facette 5 befin-
det, gréRer als eine Mikroréhrchendichte des ande-
ren Abschnitts (das Gebiet mit niedriger Stickstoff-
konzentration 7) als des Abschnitts in der Silizium-
carbidschicht, der sich unterhalb des Gebiets mit der
(0001) Facette befindet. Da in diesem Fall das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 mit einer rela-
tiv hohen Mikroréhrchendichte an dem Endabschnitt
des Ingots aus Siliziumcarbid 10 angeordnet ist, kann
das Gebiet mit einer relativ niedrigen Mikrordhrchen-
dichte (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentra-
tion 7) als ein grofRes Gebiet, das den mittleren Ab-
schnitt des Ingots aus Siliziumcarbid 10 aufweist,
auch im Hinblick auf die Mikroréhrchendichteeigen-
schaft gebildet werden. Wenn somit das Siliziumcar-
bidsubstrat 20 aus dem Ingot aus dem Siliziumcar-
bid 10 geschnitten wird, kann das Siliziumcarbidsub-
strat 20, in dem das Gebiet mit relativ niedriger Mikro-
rohrchendichte (das Gebiet mit niedriger Stickstoff-
konzentration 7) in einem grof3en, den Substratmittel-
abschnitt aufweisenden Gebiet gebildet ist, auf einfa-
che Weise erhalten werden.

[0091] In dem zuvor beschriebenen Verfahren zur
Herstellung eines Ingots aus Siliziumcarbid 10 ist der
maximale Krimmungsradius der Oberflache (die in
der Fig. 5 gezeigte oberste Oberflache 9) der Silizi-
umcarbidschicht nach dem Schritt des Aufwachsens
einer Siliziumcarbidschicht (Filmbildungsschritt (S20)
) gleich dem oder mehr als das Dreifache des Um-
kreisradius 25 der ebenflachigen Form des Trager-
substrats 1. Vorzugsweise ist der maximale Krim-
mungsradius der Oberflache (die oberste Oberflache
9 in der Fig. 5) der Siliziumcarbidschicht der maxima-
le Krimmungsradius eines Gebiets (oberste Ober-
flache), das einen Abschnitt umfasst, der von der
Oberflache des Tragersubstrats 1 in der Siliziumcar-
bidschicht am weitesten entfernt ist.

[0092] In diesem Fall kann die auf dem Tragersub-
strat 1 ausgebildete Siliziumcarbidschicht ein aus-
reichend groRes Volumen zur Gewahrleistung eines
hinreichend grof3en Volumens des Ingots aus Silizi-
umcarbid 10 aufweisen. Wenn somit das Siliziumcar-
bidsubstrat 20 aus dem Ingot aus Siliziumcarbid 10
geschnitten wird, kann auf effiziente Weise das Sili-
ziumcarbidsubstrat 20 mit einer grof3en Flache erhal-
ten werden. Die Siliziumcarbidschicht (epitaktische
Wachstumsschicht aus Siliziumcarbid mit dem Ge-
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biet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 und dem Ge-
biet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7) ist mit
einer ebenflachige Form ausbildbar, die groRer ist
als die ebenflachige Form des Tragersubstrats 1 (so
dass beispielsweise die ebene Form mit zunehmen-
den Abstand von dem Tragersubstrat 1 oder mit einer
nach au’en geneigten Seitenwand mit zunehmen-
den Abstand von dem Tragersubstrat grofier wird).

[0093] Der Ingot aus Siliziumcarbid 10 gemaR der
vorliegenden Erfindung wird anhand des zuvor be-
schriebenen Verfahrens zur Herstellung eines Ingots
aus Siliziumcarbid 10 hergestellt. In diesem Fall ist
das Gebiet mit einer relativ niedrigen Stickstoffkon-
zentration (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzen-
tration 7) als ein grof3es, den mittleren Abschnitt des
Ingots aus Siliziumcarbid 10 umfassendes Gebiet
vorgesehen. Wenn somit das Siliziumcarbidsubstrat
20 aus dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 geschnit-
ten wird, kann das Siliziumcarbidsubstrat 20, in dem
das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7 mit
einer relativ niedrigen Stickstoffkonzentration in ei-
nem grof3en, den Substratmittelabschnitt aufweisen-
den Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise erhalten
werden.

[0094] Wie in der Fig. 2 gezeigt, umfasst das Ver-
fahren zur Herstellung eines Siliziumcarbidsubstrats
20 gemal der vorliegenden Erfindung den Schritt des
Herstellens eines Ingots aus Siliziumcarbid (Ingot-
Herstellungsschritt (S40)), unter Verwendung des zu-
vor beschriebenen Verfahrens der Herstellung eines
Ingots aus Siliziumcarbid 10, und des Schneidens
des Ingots aus Siliziumcarbid 10 (Schneideschritt
(S50)).

[0095] In diesem Fall ist in dem Ingot aus Silizium-
carbid 10 das Gebiet mit einer relativ niedrigen Stick-
stoffkonzentration (das andere Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7 als das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration) als ein grof3es, den mittleren
Abschnitt des Ingots aus Siliziumcarbid 10 umfas-
sendes Gebiet ausgebildet. Wenn somit das Silizi-
umcarbidsubstrat 20 aus dem Ingot aus Siliziumcar-
bid 10 in dem Schneideschritt (S50) geschnitten wird,
kann das Siliziumcarbidsubstrat 20, in dem das Ge-
biet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7 mit einer
relativ niedrigen Stickstoffkonzentration in einem gro-
Ben, den Substratmittelabschnitt aufweisenden Ge-
biet gebildet ist, auf einfache Weise erhalten werden.

[0096] In dem Schritt zum Herstellen eines Ingots
aus Siliziumcarbid (Ingot-Herstellungsschritt (S40)) in
dem zuvor beschriebenen Verfahren zur Herstellung
eines Siliziumcarbidsubstrats kann ein Abschnitt in
der Siliziumcarbidschicht nach dem Schritt des Auf-
wachsens einer Siliziumcarbidschicht (Filmbildungs-
schritt (S20)), der unterhalb des Gebiets mit der
(0001) Facette angeordnet ist, das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 sein, das eine hohere Stick-

stoffkonzentration aufweist als ein anderer Abschnitt
(das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7)
als der Abschnitt, der in der Siliziumcarbidschicht un-
terhalb des Gebiets mit der (0001) Facette angeord-
net ist. Das zuvor beschriebene Verfahren zur Her-
stellung eines Siliziumcarbidsubstrats kann vor dem
Schneideschritt (S50) zum Schneiden des Ingots aus
Siliziumcarbid 10 ferner den Schritt des Entfernens
des Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration 6 von
dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 umfassen (beispiels-
weise den Schritt zum Entfernen des Gebiets mit ho-
her Stickstoffkonzentration 6 durch Schleifen, der in
dem in der Fig. 1 gezeigten Nachbearbeitungsschritt
(S30) vorgesehen ist).

[0097] Aus anderer Sicht, wie in der Fig. 2 gezeigt,
umfasst das Verfahren zur Herstellung eines Silizi-
umcarbidsubstrats 20 gemaf der vorliegenden Erfin-
dung den Schritt des Herstellens eines Ingots aus
Siliziumcarbid (Ingot-Herstellungsschritt (S40)) unter
Verwendung des zuvor beschriebenen Verfahrens
zur Herstellung eines Ingots aus Siliziumcarbid 10.
In dem Schritt zur Herstellung eines Ingots aus Sili-
ziumcarbid (Ingot-Herstellungsschritt (S40)) kann in
der Siliziumcarbidschicht nach dem Schritt des Auf-
wachsens einer Siliziumcarbidschicht (Filmbildungs-
schritt (S20)) ein unterhalb des Gebiets mitder (0001)
Facette angeordneter Abschnitt das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 sein, das eine héhere Stick-
stoffkonzentration aufweist als ein anderer Abschnitt
(das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7)
als der unterhalb des Gebiets mit der (0001) Facette
angeordneter Abschnitt in der Siliziumcarbidschicht.
Das Verfahren umfasst ferner die Schritte des Ent-
fernens des Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentrati-
on von dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 (zum Bei-
spiel den Schritt des Entfernens des Gebiets mit ho-
her Stickstoffkonzentration 6 durch Schleifen, der in
dem in der Fig. 1 gezeigten Nachbearbeitungsschritt
(S30) vorgesehen ist) und des Schneidens des Ingots
aus Siliziumcarbid 10 (Schneideschritt (S50)) nach
dem Durchfiihren des Schritts, in dem das Gebiet mit
hoher Stickstoffkonzentration 6 entfernt wird.

[0098] In diesem Fall wird das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration von dem Ingot aus Silizium-
carbid 10, aus dem das Siliziumcarbidsubstrat 20 ge-
schnitten wird, entfernt, wodurch die Gleichférmig-
keit in der Stickstoffkonzentration, die Durchlassigkeit
und dergleichen in dem Ingot aus Siliziumcarbid 10
verbessert wird.

[0099] Das Siliziumcarbidsubstrat 20 gemafl der
vorliegenden Erfindung wird anhand des zuvor be-
schriebenen Verfahrens zur Herstellung eines Silizi-
umcarbidsubstrats hergestellt.

[0100] Folglich ist ein Siliziumcarbidsubstrat 20, in
dem das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration
7 mit einer relativ niedrigen Stickstoffkonzentration
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in einem grofden, den Substratmittelabschnitt aufwei-
senden Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise reali-
sierbar.

[0101] Das Verfahren zur Herstellung eines Ingots
aus Siliziumcarbid gemafl® der vorliegenden Erfin-
dung umfasst die Schritte des Herstellens eines Tra-
gersubstrats 1, das aus einem Siliziumcarbideinkris-
tall hergestellt ist und einen Versatzwinkel von 0,1°
oder mehr oder 10° oder weniger, noch bevorzug-
ter 1° oder mehr und 10° oder weniger, in eine Ver-
satzwinkelrichtung aufweist (die Richtung, die in der
Fig. 3 mit dem Pfeil 26 angegeben ist), die entweder
eine <11-20> Richtung oder eine <1-100> Richtung
relativ zu einer (0001) Ebene (Herstellungsschritt
(S10)) umfasst, und des Aufwachsens einer Silizium-
carbidschicht auf einer Oberflache eines Tragersub-
strats 1 (Filmbildungsschritt (S20)). In dem Filmbil-
dungsschritt (S20) wird ein Gebiet mit einer (0001)
Facette auf einer Oberflache der aufgewachsenen Si-
liziumcarbidschicht an einem Endabschnitt auf einer
stromaufwarts gelegenen Seite gebildet, wobei die
stromaufwarts gelegene Seite eine Seite ist, an der
ein Schnittpunktwinkel zwischen einer (0001) Rich-
tungsachse des Tragersubstrats 1 und der Oberfla-
che 4 des Tragersubstrats 1 in der Versatzwinkelrich-
tung einen spitzen Winkel aufweist. In der Silizium-
carbidschicht ist nach dem Filmbildungsschritt (S20)
eine Lichtdurchlassigkeit mit einer Wellenlange von
450 nm oder mehr und 500 nm oder weniger pro Di-
ckeeinheit durch einen Abschnitt (das Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration 6), der unterhalb des Ge-
biets mit der (0001) Facette 5 angeordnet ist, niedri-
ger als eine Durchlassigkeit desselben Lichts pro Di-
ckeeinheit durch einen anderen Abschnitt (das Ge-
biet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7) als das
Gebiet, das unterhalb des Gebiets mit der (0001) Fa-
cette 5 in der Siliziumcarbidschicht angeordnet ist.

[0102] Durch Ausbilden der (0001) Facette 5, in die
auf diese Weise in dem Endabschnitt des Ingots aus
Siliziumcarbid 10 Stickstoff leicht aufgenommen wird,
ist ein Gebiet mit einer verringerten Lichtdurchlassig-
keit aufgrund des aus der (0001) Facette darin auf-
genommenen Stickstoffs wahrend des Wachstums
der Siliziumcarbidschicht (das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration 6) in dem Endabschnitt des Ingots
aus Siliziumcarbid 10 (der Abschnitt unterhalb der
(0001) Facette 5) angeordnet. Somit ist das Ubrige
Gebiet (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentra-
tion 7), das den mittleren Abschnitt des Ingots aus
Siliziumcarbid 10 umfasst, als ein Gebiet mit einer
relativ hohen Lichtdurchlassigkeit ausbildbar. Dem-
entsprechend kann, wenn das Siliziumcarbidsubstrat
20 von dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 geschnit-
ten wird, das Siliziumcarbidsubstrat 20, in dem das
Gebiet mit einer relativ erhdhten Lichtdurchlassigkeit
(das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7)
in einem groen, den Substratmittelabschnitt aufwei-
senden Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise erhal-

ten werden. Da das Gebiet mit relativ hoher Licht-
durchlassigkeit (das Gebiet mit stabiler Stickstoffkon-
zentration und Durchléssigkeit mit wenig darin aufge-
nommenem Stickstoff) auf diese Weise in einem gro-
Ren, den Substratmittelabschnitt umfassenden Ge-
biet ausbildbar ist, kann eine Halbleitervorrichtung
auf der Oberflache des Substrats effizient hergestellt
werden.

[0103] Der Ingot aus Siliziumcarbid 10 gemanR der
vorliegenden Erfindung umfasst das Tragersubstrat
1, das aus einem Siliziumcarbideinkristall hergestellt
ist und einen Versatzwinkel von 0,1° oder mehr und
10° oder weniger, noch bevorzugter 1° oder mehr und
10° oder weniger, in eine Versatzwinkelrichtung auf-
weist, die entweder eine <11-20> Richtung oder ei-
ne <1-100> Richtung relativ zu einer (0001) Ebene
umfasst, und eine Siliziumcarbidschicht, die auf ei-
ner Oberflache des Tragersubstrats 1 gebildet ist. Ein
Gebiet mit einer (0001) Facette 5 ist auf einer Ober-
flache der aufgewachsenen Siliziumcarbidschicht an
einem Endabschnitt auf einer stromaufwarts gelege-
nen Seite gebildet, wobei die stromaufwarts gelegene
Seite eine Seite darstellt, an der ein Schnittpunktwin-
kel zwischen einer (0001) Richtungsachse des Tra-
gersubstrats und der Oberflache 4 des Tragersub-
strats 1 in der Versatzwinkelrichtung einen spitzen
Winkel aufweist.

[0104] In der Siliziumcarbidschicht des Ingots aus
Siliziumcarbid 10 kann ein unterhalb des Gebiets mit
der (0001) Facette 5 angeordneter Abschnitt das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 sein, das eine
héhere Stickstoffkonzentration aufweist als ein ande-
rer Abschnitt (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkon-
zentration 7) als der unterhalb des Gebiets mit der
(0001) Facette 5 angeordnete Abschnitt in der Silizi-
umcarbidschicht.

[0105] Durch Ausbilden der (0001) Facette 5, in die
auf diese Weise in den Endabschnitt des Ingots 10
Stickstoff leicht aufgenommen wird, kann das Gebiet
mit einer relativ hohen Stickstoffkonzentration (das
unterhalb der (0001) Facette 5 angeordnete Gebiet
mit hoher Stickstoffkonzentration 6) an dem Endab-
schnitt des Ingots aus Siliziumcarbid 10 angeordnet
werden. Somit ist das Gebiet mit einer relativ niedri-
gen Stickstoffkonzentration (das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7) als ein grof3es, den mittle-
ren Abschnitt des Ingots aus Siliziumcarbid 10 umfas-
sendes Gebiet ausbildbar. Dementsprechend kann,
wenn das Siliziumcarbidsubstrat 20 von dem Ingot
geschnitten wird, das Siliziumcarbidsubstrat 20, in
dem das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration
7 in einem grof3en, den Substratmittelabschnitt auf-
weisenden Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise er-
halten werden.

[0106] In dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 kann ei-
ne Stickstoffkonzentration in dem Gebiet mit hoher
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Stickstoffkonzentration 6 gleich der oder mehr als das
1,1fache der Stickstoffkonzentration in dem anderen
Abschnitt (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzen-
tration 7) als in dem unterhalb des Gebiets mit der
(0001) Facette 5 angeordneten Abschnitt sein.

[0107] In diesem Fall kdnnen das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 und das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7 auf einfache Weise durch
die Stickstoffkonzentration, die Lichtdurchlassigkeit
und dergleichen voneinander unterschieden werden.
Demgemal kann, wenn das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration 6 durch Schleifen von dem Ingot
aus Siliziumcarbid 10 entfernt wird oder wenn das Si-
liziumcarbidsubstrat 20 von Ingot aus Siliziumcarbid
10 geschnitten wird, zur Ausbildung einer Vorrichtung
auf einer Oberflache des Siliziumcarbidsubstrats 20,
die Vorrichtung auf einfache Weise in einem ande-
ren Gebiet als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration 6 gebildet werden (oder sie ist nicht Uber ei-
nem Randabschnitt zwischen dem Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 und dem Gebiet mit niedri-
ger Stickstoffkonzentration 7 gebildet werden).

[0108] In dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 ist eine
Breite des Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration
6 in der Versatzwinkelrichtung gleich oder weniger als
1/10 einer Breite des Tragersubstrats 1 in der Ver-
satzwinkelrichtung. In diesem Fall ist die Groflie des
Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration 6 klein, wo-
durch eine ausreichend groRe GroRe des anderen
Gebiets (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzen-
tration 7) als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration 6 gewahrleistet ist.

[0109] In dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 ist eine
Lichtdurchlassigkeit mit einer Wellenldnge von 450
nm oder mehr und 500 nm oder weniger pro Dicke-
einheit durch das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration 6 niedriger als eine Durchlassigkeit desselben
Lichts pro Dickeeinheit durch den anderen Abschnitt
(das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7)
als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration in
der Siliziumcarbidschicht.

[0110] In diesem Fall kann das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 und das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7 auf einfache Weise durch
die Lichtdurchlassigkeit voneinander unterschieden
werden. Demgeman kann das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration 6 auf einfache Weise durch Schlei-
fen von dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 entfernt wer-
den.

[0111] In dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 ist die
Durchlassigkeit durch das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration 6 um 5% oder mehr niedriger als
die Durchlassigkeit durch das andere Gebiet mit
niedriger Stickstoffkonzentration 7 als das Gebiet
mit hoher Stickstoffkonzentration in der Siliziumcarbi-

dschicht. In diesem Fall kbnnen das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 und das Gebiet mit niedri-
ger Stickstoffkonzentration 7 durch die Durchlassig-
keitsdifferenz auf einfache Weise voneinander unter-
schieden werden.

[0112] In dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 ist eine
Mikroréhrchendichte des unterhalb des Gebiets mit
der (0001) Facette angeordneten Abschnitts (das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration 6) groRRer als ei-
ne Mikroréhrchendichte des anderen Abschnitts (das
Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7) als des
unterhalb des Gebiets mit der (0001) Facette ange-
ordneten Abschnitts in der Siliziumcarbidschicht. In
diesem Fall ist der andere Abschnitt (das Gebiet mit
niedriger Stickstoffwahrscheinlichkeit 7, das eine re-
lativ niedrige Mikrordhrchendichte aufweist) als der
unterhalb des Gebiets mit der (0001) Facette ange-
ordnete Abschnitt als ein groRes Gebiet, das den mitt-
leren Abschnitt des Ingots aus Siliziumcarbid 10 auf-
weist, ausgebildet. Wenn somit das Siliziumcarbid-
substrat 20 aus dem Ingot geschnitten wird, kann
das Siliziumcarbidsubstrat 20, in dem das Gebiet
mit einer relativ niedrigen Mikroréhrchendichte in ei-
nem grofen, den Substratmittelabschnitt aufweisen-
den Gebiet gebildet ist, auf einfache Weise erhalten
werden.

[0113] In dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 kann die
Mikrordhrchendichte des unterhalb des Gebiets der
(0001) Facette 5 angeordneten Abschnitts (das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration 6) gleich der
oder mehr als das 1,2fache der Mikroréhrchendich-
te des anderen Abschnitts (das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7) als des unterhalb des Ge-
biets der (0001) Facette 5 angeordneten Abschnitts
in der Siliziumcarbidschicht sein.

[0114] In diesem Fall weist das andere Gebiet mit
niedriger Stickstoffkonzentration 7 als der unterhalb
des Gebiets mit der (0001) Facette 5 angeordnete
Abschnitt folglich eine relativ niedrige Mikroréhrchen-
dichte auf. Somit kann der Ingot aus Siliziumcarbid
10 mit einer verringerten Mikroréhrchendichte in dem
groRen, den mittleren Abschnitt aufweisenden Gebiet
erhalten werden.

[0115] In dem Ingot aus Siliziumcarbid 10 ist der ma-
ximale Krimmungsradius der Oberflache (die in der
Fig. 5 gezeigte oberste Oberflache 9) der Silizium-
carbidschicht gleich dem oder mehr das 3fache des
Umkreisradius 25 der ebenflachigen Form des Tra-
gersubstrats 1. In diesem Fall kann die Siliziumcarbi-
dschicht, die auf dem Tragersubstrat gebildet ist, ein
ausreichend grol3es Volumen aufweisen, wodurch si-
chergestellt ist, dass der Ingot aus Siliziumcarbid 10
ein hinreichend grofRes Volumen aufweist.

[0116] Das Siliziumcarbidsubstrat 20 gemal der
vorliegenden Erfindung wird durch Schneiden des In-
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gots aus Siliziumcarbid 10 erhalten. Folglich kann
das Siliziumcarbidsubstrat 20, in dem das Gebiet
mit niedriger Stickstoffkonzentration mit einer rela-
tiv niedrigen Stickstoffkonzentration (oder das Gebiet
mit einer hohen Lichtdurchlassigkeit) in einem groRen
den Substratmittelabschnitt umfassenden Gebiet ge-
bildet ist, auf einfache Weise erhalten werden.

[0117] Das Siliziumcarbidsubstrat 20 gemal der
vorliegenden Erfindung kann durch Schneiden des
Ingots aus Siliziumcarbid 10 nach dem Entfernen des
Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration 6 von dem
Ingot aus Siliziumcarbid 10 erhalten werden. Folglich
wird, da das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentrati-
on 6 (das Gebiet mit einer niedrigen Lichtdurchlassig-
keit) vorab entfernt wird, das Siliziumcarbidsubstrat
20 unter Verwendung des Ingots aus Siliziumcarbid
10 gebildet, wobei das Gebiet mit niedriger Stickstoff-
konzentration 7, das eine niedrigere Stickstoffkon-
zentration als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration 6 (das Gebiet mit einer héheren Lichtdurch-
Iassigkeit als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration) aufweist, in einem groRen Gebiet davon ge-
bildet (oder wobei lediglich das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration gebildet wird). Dementspre-
chend kann das Siliziumcarbidsubstrat 20 mit gerin-
geren Schwankungen in der Stickstoffkonzentration
und der Lichtdurchlassigkeit erhalten werden.

[0118] In dem Siliziumcarbidsubstrat 20 kann die
Stickstoffkonzentration von einem Mittelwert um 10%
oder weniger als 10% abweichen. In diesem Fall ist
die Schwankung in der Stickstoffkonzentration hin-
reichend klein, um sich nicht nachteilig auf die Ei-
genschaften des Siliziumcarbidsubstrats auszuwir-
ken, wodurch gewahrleistet wird, dass das Silizium-
carbidsubstrat gleichmafige Eigenschaften aufweist.

[0119] In dem Siliziumcarbidsubstrat 20 kann die
Versetzungsdichte von einem Mittelwert um oder we-
niger als 80% abweichen. Ferner kann die Verset-
zungsdichte in dem Gebiet mit niedriger Stickstoff-
konzentration 7 von einem Mittelwert um oder weni-
ger als 80% abweichen. Mit derartigen Schwankun-
genin der Versetzungsdichte kann eine Veranderung
in den Eigenschaften in der Hauptoberflache des Sili-
ziumcarbidsubstrats verhindert werden, so dass kei-
ne Probleme in der Praxis auftreten.

[0120] In dem Siliziumcarbidsubstrat 20 gemaf
der vorliegenden Erfindung ist das Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration mit einer relativ hdheren
Stickstoffkonzentration als in dem Ubrigen Abschnitt
an einem Endabschnitt in entweder der <11-20>
Richtung oder <1-100> Richtung gebildet. Das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration kann an dem
Endabschnitt auf einer stromaufwarts gelegenen Sei-
te gebildet sein, wobei die stromaufwarts gelegene
Seite eine Seite darstellt, an der ein Schnittpunktwin-
kel zwischen der (0001) Richtungsachse des Silizi-

umcarbidsubstrats 20 und der Oberflache des Silizi-
umcarbidsubstrats 20 in entweder der <11-20> Rich-
tung oder der <1-100> Richtung (Versatzwinkelrich-
tung) einen spitzen Winkel umfasst. Folglich kann
beim Wachsen des Ingots aus Siliziumcarbid 10, der
zur Bildung des Siliziumcarbidsubstrats 20 verwen-
det wird, das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration
6 auf einfache Weise an dem Endabschnitt des Silizi-
umcarbidsubstrats 20 durch Steuern der Anordnung
der (0001) Facette 5 angeordnet werden.

[0121] Das Siliziumcarbidsubstrat 20 kann eine Gro-
Re (beispielsweise die maximale Breite bei zweidi-
mensionaler Betrachtung) 4 Zoll oder mehr betragen.
Die vorliegende Erfindung kann eine deutliche Aus-
wirkung insbesondere in Hinblick auf Produktionsef-
fizienz einer Vorrichtung haben, wenn diese auf das
Siliziumcarbidsubstrat 20 mit einer GréRe von 4 Zoll
oder mehr angewendet wird.

[0122] In dem Siliziumcarbidsubstrat 20 kann ei-
ne Stickstoffkonzentration in dem Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 gleich der oder mehr als das
1,1fache der Stickstoffkonzentration in dem Ubrigen
Abschnitt sein. In diesem Fall kann das Gebiet mit
hoher Stickstoffkonzentration 6 und der andere Ab-
schnitt (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentra-
tion 7) als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentra-
tion anhand der Durchlassigkeit oder dergleichen auf
einfache Weise voneinander unterschieden werden.

[0123] In dem Siliziumcarbidsubstrat 20 kann die
Breite des Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration
6 in entweder der <11-20> Richtung oder der <1-
100> Richtung gleich der oder weniger als 1/10 der
Breite des Siliziumcarbidsubstrats 20 in der gleichen
Richtung sein. In diesem Fall ist die Grofie des Ge-
biets mit hoher Stickstoffkonzentration klein, wodurch
eine hinreichend groflte GréRRe des anderen Gebiets
(das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7)
als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 ge-
wahrleistet wird.

[0124] In dem Siliziumcarbidsubstrat 20 kann eine
Lichtdurchl&ssigkeit mit einer Wellenlange von 450
nm oder mehr und 500 nm oder weniger pro Dicke-
einheit durch das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration 6 niedriger als eine Lichtdurchlassigkeit mit
einer Wellenldnge von 450 nm oder mehr und 500
nm oder weniger pro Dickeeinheit durch den anderen
Abschnitt (das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzen-
tration 7) als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzen-
tration sein. Ferner kann die Durchlassigkeit durch
das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 um 5%
oder mehr niedriger als die Durchléssigkeit durch den
anderen Abschnitt (das Gebiet mit niedriger Stick-
stoffkonzentration 7) als das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration sein.

17/30



DE 11 2012 002 192 TS5 2014.03.13

[0125] In diesem Fall kann das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 und das Gebiet mit niedriger
Stickstoffkonzentration 7 durch die Lichtdurchlassig-
keit auf einfache Weise voneinander unterschieden
werden. Dementsprechend kann beim Ausbilden ei-
ner Vorrichtung auf der Oberflache des Siliziumcar-
bidsubstrats 20 die Vorrichtung auf einfache Weise
in einem anderen Gebiet als dem Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration 6 gebildet werden (oder sie
kann nicht tGber einen Randabschnitt zwischen dem
Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 6 und dem
Ubrigen Gebiet vorgesehen sein).

[0126] In dem Siliziumcarbidsubstrat 20 kann eine
Mikroréhrchendichte des Gebiet mit hoher Stickstoff-
konzentration 6 hoher sein als eine Mikroréhrchen-
dichte des anderen Abschnitts (das Gebiet mit nied-
riger Stickstoffkonzentration 7) als das Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration.

[0127] Ferner kann in dem Siliziumcarbidsubstrat 20
die Mikroréhrchendichte des Gebiets mit hoher Stick-
stoffkonzentration 6 gleich der oder mehr das 1,2fa-
che der Mikroréhrchendichte des anderen Abschnitts
(das Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7)
als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration sein.

[0128] In diesem Fall ist die Mikroréhrchendichte in
dem Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration 7,
das einen groften Abschnitt des Siliziumcarbidsub-
strats einnimmt, verringert. Wenn somit eine epitak-
tische Schicht aus Siliziumcarbid auf der Oberfla-
che des Siliziumcarbidsubstrats 20 gewachsen wird,
kann das Auftreten von Defekten aufgrund der Mikro-
réhrchen in dem Siliziumcarbidsubstrat 20 in der epi-
taktischen Schicht aus Siliziumcarbid verhindert wer-
den.

[0129] In dem Siliziumcarbidsubstrat weicht die
Stickstoffkonzentration von einem Durchschnittswert
um 10% oder weniger als 10% ab. In diesem Fall
ist die Schwankung in der Stickstoffkonzentration hin-
reichend klein, um die Eigenschaften des Silizium-
carbidsubstrats nicht nachteilig zu beeinflussen, wo-
durch sichergestellt wird, dass das Siliziumcarbid-
substrat gleichférmige Eigenschaften aufweist.

[0130] In dem Siliziumcarbidsubstrat kann die Ver-
setzungsdichte von einem Durchschnittswert um
oder weniger als 80% abweichen. Ferner kann die
Versetzungsdichte in dem Gebiet mit niedriger Stick-
stoffkonzentration von einem Durchschnittswert um
oder weniger als 80% abweichen. Mit derartigen
Schwankungen in der Versetzungsdichte kann eine
Anderung in den Eigenschaften in der Hauptoberfla-
che des Siliziumcarbidsubstrats verhindert werden,
um keine Probleme in der Praxis hervorzurufen.

[0131] Wie zuvor beschrieben, kann gemal dem
Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Silizium-

carbid der vorliegenden Erfindung die Facette an
einem Endabschnitt des Ingots aus Siliziumcarbid
10 angeordnet sein. In diesem Fall kann nur durch
Schleifen des Endabschnitts des Ingots 10 und an-
schlieRendem Schneiden des Ingots 10 das Substrat
20 ohne eine Facette auf der gesamten Oberflache
erhalten werden. Die Facette und das andere Gebiet
als die Facette unterscheiden sich in der dotierten
Stickstoffmenge und den Hauptversetzungen vonein-
ander. Wahrend das Substrat mit einer Grofze von
weniger als 4 Zoll nicht wesentlich durch den Unter-
schied beeinflusst wird, ist das Substrat mit einer Gro-
Re von 4 Zoll oder mehr erheblich beeinflusst, wo-
durch die Wirkung der folgenden Erfindung beson-
ders deutlich wird.

[0132] Wird das Substrat 20 einem Polierschritt un-
terzogen, beeinflusst die Stickstoffmenge, die in das
Siliziumcarbidsubstrat dotiert ist, eine CMP-Polierra-
te. Somit ist die in das Substrat 20 dotierte Stickstoff-
menge vorzugsweise gleichformig. Weist das Sub-
strat eine GroRRe von 4 Zoll oder mehr auf, vergro-
Rert sich auch die Wdélbung und die TTV des Sub-
strats 20 mit zunehmender SubstratgrofRe. Die Aus-
wirkung der dotierten Stickstoffmenge wird ebenso
beachtlich. Das heif3t, wird die Schwankung auf glei-
cher Ebene der in das Substrat dotierten Stickstoff-
menge klein, wird die Schwankung in der Verteilung
der inneren Verspannung aufgrund einer Verunreini-
gung, wie Stickstoff, kleiner, um das Wélben und die
TTV zu verbessern.

[0133] Ferner ist auch der Schritt des Ausbildens ei-
ner Vorrichtung (beispielsweise ein Warmebehand-
lungsschritt) durch die dotierte Stickstoffmenge und
dergleichen beeinflusst. Das heif3t, unterschiedliche
Stickstoffdotierstoffmengen andern die Lichtabsorp-
tionsfahigkeit des Substrats, wodurch eine lokale
Temperaturdifferenz beim Erhitzen des Substrats er-
zeugt wird. Das Substrat 20 mit einer kleinen Gro-
Re ist aufgrund der Wirkung der Warmeleitung nicht
signifikant durch diesen Temperaturunterschied be-
einflusst. Weist das Substrat jedoch einen grofl3en
Durchmesser von 4 Zoll oder mehr auf, wird der Effekt
der Warmeleitung bei zunehmender Temperatur klei-
ner und somit tritt wahrscheinlich in dem Substrat 20
eine Temperaturverteilung auf. Folglich unterschei-
den sich die Temperaturbedingungen in der Ebene
des Substrats, wodurch kein einheitlicher Film auf
der Substratoberflache gebildet werden kann. Das
Auftreten eines derartigen Problems kann aufgrund
der sehr gleichmaRigen Stickstoffdotierstoffmenge in
dem aus dem Ingot 10 erhaltenen Substrat gemaf
der vorliegenden Erfindung verhindert werden.

[0134] Die dotierte Stickstoffmenge (Stickstoffkon-
zentration) kann anhand von SIMS gemessen wer-
den. In dem Ingot 10 aus Siliziumcarbid geman der
vorliegenden Erfindung ist beispielsweise die Stick-
stoffkonzentration in einem Abschnitt mit einer hohen
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Stickstoffdotierstoffmenge gleich der oder mehr als
das 1,5fache der Stickstoffkonzentration in dem ubri-
gen Gebiet.

[0135] Wenn das von dem Ingot 10 geschnittene
Substrat 20 gemal der vorliegenden Erfindung eine
Dicke von 400 ym aufweist, erfilllt eine Lichtdurchlas-
sigkeit einer Wellenldnge von 400 nm oder mehr und
500 nm oder weniger durch das Substrat 20 vorzugs-
weise die folgenden Bedingungen. Das heil3t, wird die
Lichtdurchl&ssigkeit an einer Vielzahl von Abschnit-
ten (beispielsweise 10 Abschnitte einschliellich ei-
nes mittleren Abschnitts) des Substrats 20 mit einem
Spektrometer fir sichtbares Licht gemessen, betragt
eine durchschnittliche Lichtdurchlassigkeit vorzugs-
weise 20% oder mehr und 65% oder weniger. Vor-
zugsweise betragt in einem groflen Abschnitt der
Hauptoberflache des Substrats (ein Gebiet gleich
oder mehr als 70% im Flachenverhéltnis) eine lokale
Durchlassigkeit weniger als £20% der Durchschnitts-
durchlassigkeit. Vorzugsweise weist das Substrat 20
einen Brechungsindex von 2,5 oder mehr und 2,8
oder weniger auf.

[0136] Die Versetzungsdichte des Substrats wurde
durch Bearbeiten der Substratoberflache durch einen
Atzprozess mit Salzschmelze KOH als Atzlésung zur
Sichtbarmachung der Versetzungen gemessen. Ins-
besondere wurde die Salzschmelze KOH auf 500°C
erhitzt und das Substrat 20 wurde in die Lésung aus
Salzschmelze KOH fiir etwa 1 bis 10 Minuten einge-
taucht. Als Folge davon wurden Griibchen entspre-
chend der Versetzungen in der Oberflache des Sub-
strats 20 gebildet. Dann wurde die Anzahl der Griib-
chen mit einem Nomarski-Differential-Interferenz-Mi-
kroskop gezahlt und die Flache des Messbereichs di-
vidiert, um die Anzahl der Griibchen pro Flachenein-
heit (das heil3t, die Anzahl der Versetzungen pro FIa-
cheneinheit) zu berechnen.

[0137] Wird die Anzahl der Versetzungen fur das
durch Schneiden des Ingots 10 erhaltene Substrat 20
gemal der vorliegenden Erfindung an einer Position
in einem Abstand von 20 mm von dem Tragersub-
strat 1 mit einer Mikroréhrchendichte (MPD) von 10
bis 100 cm™ und einer Atzgriibchendichte (EPD) von
1 bis 5 E4 cm als Versetzungsdichten des Trager-
substrats 1 gemessen, nehmen die Mikroréhrchen-
dichte und die Atzgriibchendichte zwischen etwa 1/2
und etwa 1/20 bezogen auf jene des Tragersubstrats
1 ab.

(Beispiele)
[0138] Um Effekte der vorliegenden Erfindung zu be-

statigen, wurden Ingots und Substrate wie folgt her-
gestellt und deren Eigenschaften gemessen.

(Proben)

[0139] Proben eines Ingots aus Siliziumcarbid und
eines Siliziumcarbidsubstrats, das durch Schneiden
des Ingots aus Siliziumcarbid erhalten wird, wurden
in einem Beispiel und einem Vergleichsbeispiel der
vorliegenden Erfindung wie folgt hergestellt.

<Tragersubstratproben des Beispiels und des
Vergleichsbeispiels der vorliegenden Erfindung>

[0140] Zur Herstellung von Ingots aus Siliziumcar-
bid wurden Einkristallsubstrate aus Siliziumcarbid mit
den folgenden Bedingungen als Tragersubstrate her-
gestellt. Insbesondere wurden bei der Herstellung
des Ingots gemal der vorliegenden Erfindung sechs
4H-SiC Einkristallsubstrate (drei fir das Beispiel und
drei fir das Vergleichsbeispiel) als Tragersubstra-
te 1 hergestellt. Die Tragersubstrate 1 wiesen einen
Durchmesser von 50 bis 180 mm und eine Dicke
von 100 bis 2000 pm auf. Die Tragersubstrate 1 wie-
sen eine Dicke von 800 pm auf. Hauptoberflachen
der Tragersubstrate wiesen einen Versatzwinkel von
4° in die <11-20> Richtung bezogen auf die (0001)
Ebene auf. Zumindest eine Oberflache eines jeden
Tragersubstrats 1, auf dem ein Kristall zu wachsen
war, wurde einer Hochglanzpolitur unterzogen. Die
Tragersubstrate 1 wiesen eine Mikroréhrchendichte
(MPD) von 10 bis 100 cm2 und eine Atzgriibchen-
dichte (EPD) von 1 bis 5 E4 cm™ als Versetzungs-
dichten auf. Diese Versetzungsdichten wurden wie
folgt gemessen.

[0141] Das heifdt, nach dem Eintauchen von jedem
Tragersubstrat 1 fur 1 bis 10 Minuten in KOH-Schmel-
ze durch Erhitzen derselben auf 500°C, wurde die An-
zahl der Griibchen durch Beobachtung der Oberfla-
che des Tragersubstrats mit einem Nomarski-Diffe-
rential-Interferenz-Mikroskop gezahlt. AnschlieRend
wurde die Anzahl der Griibchen pro Flacheneinheit
aus der Flache des betrachteten Gebiets und der ge-
zahlten Anzahl berechnet.

(Versuchsverfahren)
Herstellen von Ingots:
<Ingots des Beispiels>

[0142] Ein Ingot aus Siliziumcarbid in dem Beispiel
wurde durch Bilden einer epitaktischen Schicht aus
Siliziumcarbid auf einer Oberflache eines jeden Tra-
gersubstrats in dem Beispiel hergestellt. Insbeson-
dere wurden das Tragersubstrat 1 und SiC, in Form
von Pulver, das ein Ausgangsmaterial des Trager-
substrats 1 ist, in einem Schmelztiegel aus Graphit
eingebracht. Ein Abstand zwischen dem Ausgangs-
material und dem Tragersubstrat wurde in einem Be-
reich von 10 mm bis 100 mm eingestellt. Es wurde ein
herkdmmliches Wachstumsverfahren, wie beispiels-
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weise ein Sublimationsverfahren oder ein verbesser-
tes Rayleigh-Verfahren, fur die Herstellung verwen-
det. Insbesondere wurde dieser Tiegel in einen Heiz-
tiegel angeordnet und erhitzt. Wahrend des Tempe-
raturanstiegs wurde ein atmospharischer Druck in-
nerhalb eines Bereichs von 50 kPa bis Atmosphéa-
rendruck eingestellt. Wahrend des Kristallwachstums
wurde eine Temperatur eines unteren Abschnitts des
Tiegels innerhalb eines Bereichs von 2200°C oder
mehr bis 2500°C oder weniger eingestellt und ei-
ne Temperatur eines oberen Abschnitts des Tiegels
wurde in einem Bereich von 2000°C oder mehr bis
2350°C oder eingestellt. Die Temperatur des unteren
Abschnitts des Tiegels wurde hdher als jene des obe-
ren Abschnitts des Tiegels eingestellt. Der atmospha-
rische Druck wurde innerhalb eines Bereichs von 0,
1 bis 20 kPa gesteuert, nachdem die Temperatur fir
das Kristallwachstum erhéht wurde. Es wurde eines
von He, Ar, N, oder ein Mischgas, das zwei oder mehr
von He, Ar, N, umfasst, als ein atmosphérisches Gas
verwendet. In diesem Fall wurde ein Ar + N,-Gas als
das atmospharische Gas verwendet. Wahrend des
Kihlvorgangs wurde der atmospharische Druck auf
den Bereich zwischen 50 kPa bis Atmospharendruck
erhoht, bevor die Temperatur des Heiztiegels verrin-
gert wurde.

[0143] Wahrend des Kristallwachstums wurde der
Ingot 10 so gewachsen, dass ein auerste Wachs-
tumsoberflache des Ingots 10 (Oberflache des Ingots
10 in Fig. 7 gegenuber einer Oberflache, auf der das
Tragersubstrat 1 angeordnet ist, oder die Oberflache
des Ingots 10 gegenuber einer mit einem Pfeil 13 in
der Fig. 7 angezeigten Richtung, in die das Quellgas
zugefihrt wird), der auf der Oberflache des Trager-
substrats gewachsen wird, immer flach ausgebildet
war, wie in der Fig. 7 gezeigt. Insbesondere wurde,
wie mit Bezug auf die Fig. 7 beschrieben, wenn die
Temperatur des mittleren Abschnitts 14 des Ingots 10
in Fig. 7 als Ta, die Temperatur des Endabschnitts
15 als Tb und die Temperatur des dufRersten Rand-
abschnitts Tc dargestellt sind, der Kristall so gewach-
sen, dass die Beziehung zwischen diesen Tempera-
turen den Vergleichsausdruck Tc > Tb = Ta erfillt und
dass der Temperaturgradient zwischen der Tempe-
ratur Tb und der Temperatur Ta ((absoluter Wert der
Differenz zwischen Temperatur Ta und Temperatur
Tb)/(Entfernung zwischen dem mittleren Abschnitt 14
und Endabschnitt 15)) 10°C/cm oder weniger betrug.
Insbesondere wurde der Durchmesser einer Warme-
verteilungsoffnung in einem Filz, der an der oberen
Oberflachenseite des Tiegels angeordnet ist, grofier
als der Durchmesser des Ingots 10 gemacht. Der In-
got aus Siliziumcarbid, der auf diese Weise auf dem
Tragersubstrat gewachsen wurde, wurde entfernt.

<Ingots des Vergleichsbeispiels>

[0144] Ein Ingot aus Siliziumcarbid des Vergleichs-
beispiels wurde durch Ausbilden einer epitaktischen

Schicht aus Siliziumcarbid auf einer Oberflache ei-
nes jeden Tragersubstrats in dem Vergleichsbeispiel
hergestellt. Der Ingot in dem Vergleichsbeispiel wur-
de im Grund auf dhnliche Weise hergestellt wie der
Ingot in dem zuvor beschriebenen Beispiel, mit der
Ausnahme, dass ein Filz direkt auf der oberen Ober-
flaiche des Tiegels angeordnet wurde, wobei eine
Hitzeverteilungs6ffnung mit einem Durchmesser von
20 mm in einem mittleren Bereich des Filzes aus-
gebildet ist. Folglich war der Hitzeverteilungseffekt
nur in der Nahe der Hitzverteilungséffnung grélRer,
wodurch ein Temperaturgradient von 10°C/cm oder
mehr zwischen dem mittleren Abschnitt 14 und dem
Endabschnitt 15 des gebildeten Ingots erhalten wur-
de. Der Ingot aus Siliziumcarbid, der auf diese Weise
in dem Vergleichsbeispiel gewachsen wurde, wurde
entfernt.

Messung der Ebenheit der
obersten Oberflachen der Ingots:

[0145] Die Ebenheit der Oberflachen wurde fur die
Ingots des Beispiels und des Vergleichsbeispiels ge-
messen. Die Ebenheit jedes Ingots wurde durch Mes-
sen der Ingot-Héhe (der Abstand von der Oberflache
des Tragersubstrats zu der Oberflache des Ingots) in
einem anderen (mittleren) Gebiet als ein Bereich in-
nerhalb eines Bereichs von 10%, bezogen auf den
Durchmesser des Ingots an der Aulenumfangssei-
te, bestimmt. Obwohl eine H6henverteilung quer Gber
die Oberflache des Ingots bevorzugt ist, ist es ledig-
lich erforderlich, die H6he des Ingots in einem 1 bis
5 mm Abstand in einer kreuz und quer verlaufenden
Richtung von der Mitte des Ingots zu messen.

[0146] Die Ebenheit in kreuz und quer verlaufender
Richtung wird wie folgt gemessen. Das heilt, die H6-
he der Oberflache des Ingots 10 wird an einer Viel-
zahl von Positionen (Messpunkten) gemessen, die in
kreuz und quer verlaufender Richtung in einem Ab-
stand von 5 mm (vorzugsweise eine Matrix mit ei-
nem 5 mm Abstand) von der Mitte der Oberflache
des Ingots 10 angeordnet ist. Danach wird die Hohen-
differenz zwischen benachbarten Messpunkten be-
rechnet. Ferner wird von einer Tangente (tan) aus
der Differenz der Héhen und des Abstands zwischen
den Messpunkten ein Winkel entsprechend einer Nei-
gung der Oberflache des Ingots (Neigungswinkel)
zwischen benachbarten Messpunkten bestimmt.

Herstellung der Substrate:

[0147] Nach der zuvor beschriebenen Messung der
Oberflachenformen wurden die Ingots des Beispiels
und des Vergleichsbeispiels zylindrisch ausgebildet.
Danach wurde jeder Ingot mit einer Drahtsage in ei-
ner Richtung entlang der Oberflache des Tragersub-
strats geschnitten, um ein Siliziumcarbidsubstrat her-
zustellen. Das Substrat wies eine Dicke von 400 pm
bis 500 ym auf. Nach dem Schneiden wurden beide
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Oberflachen des Siliziumcarbidsubstrats einer Hoch-
glanzpolitur unterzogen. Folglich wies das Silizium-
carbidsubstrat eine Dicke von 350 pm bis 420 pm auf.

Messung der Stickstoffkonzentration:

[0148] Fur die so hergestellten Substrate wurden die
Stickstoffkonzentrationen in einem Gebiet, das un-
terhalb der (0001) Facette des Ingots angeordnet ist
und eine relativ hohe Stickstoffkonzentration aufweist
(das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration), und in
dem Ubrigen Gebiet gemessen. Die Messungen wur-
den anhand einer SIMS (Sekundéar-lonen-Massen-
Spektroskopie) durchgefiihrt. Eine gemessene Dicke
wurde auf 10 ym eingestellt, um Messschwankungen
zu verhindern.

Messung der Durchlassigkeit:

[0149] Fur die so hergestellten Substrate wurden die
Lichtdurchlassigkeiten durch das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration und durch das tbrige Gebiet
gemessen. Eine Lichtdurchlassigkeit mit einer Wel-
lenldnge innerhalb eines Bereiches von 400 nm bis
500 nm durch jedes Gebiet wurde mit einem Spek-
trometer flr sichtbares Licht gemessen.

Messung der Versetzungsdichte:

[0150] Fur die so hergestellten Substrate wurde die
Versetzungsdichte der Oberfldche gemessen. Ins-
besondere wurde die Messung wie folgt durchge-
fuhrt. Zunachst wurde das Siliziumcarbidsubstrat fiir
1 bis 10 Minuten in einer Salzschmelzel6sung KOH,
die auf 500°C erhitzt wurde, eingetaucht. Anschlie-
Rend wurde die Anzahl der gebildeten Griibchen
durch Beobachtung der Oberflache des Siliziumcar-
bidsubstrats mit einem Nomarski-Differential-Interfe-
renz-Mikroskop gezahlt. Vorzugsweise wird die An-
zahl durch Erstellen einer Abbildung der gesamten
Oberflache gezahlt, die Gesamtgriibchenanzahl ge-
zahlt und die Durchschnittsdichte pro Flachenein-
heit berechnet. Wird beispielsweise ein Siliziumcar-
bidsubstrat mit einem Durchmesser von 2 Zoll ver-
wendet, kann eine Durchschnittsgribchendichte an
5 oder mehr Messpunkten als eine Griibchendichte
Ubernommen werden, indem beispielsweise die An-
zahl der Griubchen pro Flacheneinheit an insgesamt
funf Punkten einschliellich des mittleren Abschnitts
des Substrats und Positionen in einem Abstand von
etwa 18 mm von dem mittleren Abschnitt in eine kreuz
und quer verlaufende Richtung gezahlt und gemit-
telt wird. Jedes der ausgewerteten Siliziumcarbidsub-
strate war ein Substrat an einer Position in einem Ab-
stand von 20 mm von der obersten Oberflache des
Tragersubstrats der hergestellten Ingots und es wur-
de ein Vergleich mit den Daten des Tragersubstrats
erstellt.

(Ergebnisse)
Bezlglich der Ingots:

[0151] Inden Ingots des Beispiels wurde eine (0001)
Facette der obersten Oberflaiche an dem Endab-
schnitt (dem Endabschnitt auf der stromaufwérts ge-
legenen Seite) in der Versatzwinkelrichtung des Tra-
gersubstrats angeordnet. Die Breite der (0001) Fa-
cette in der Versatzwinkelrichtung betrug bei zweidi-
mensionaler Betrachtung 12,5 mm mit einem Ingot-
Durchmesser von 163 mm, 11 mm mit einem Ingot-
Durchmesser von 115 mm, und 5,5 mm mit einem
Ingot-Durchmesser von 63 mm. Ein Durchschnitts-
wert der Héhe des Ingots betrug 13 mm mit einem
Ingot-Durchmesser von 163 mm, 8 mm mit einem
Ingot-Durchmesser von 115 mm, und 4 mm mit ei-
nem Ingot-Durchmesser von 63 mm. Der Neigungs-
winkel, der die Ebenheit der Oberflache angibt, war
im Durchschnitt in jedem Fall gleich oder weniger als
10°, der somit einen hinreichenden Grad an Ebenheit
aufwies.

[0152] In den Ingots des Vergleichsbeispiels wur-
de andererseits eine (0001) Facette in dem mittleren
Abschnitt der obersten Oberflache des Ingots gebil-
det. Die Breite der (0001) Facette in der Versatzwin-
kelrichtung lag in einem Bereich von 12% bis 45%
des Ingot-Durchmessers. Der Neigungswinkel, der
die Ebenheit der Oberflache angibt, betrug durch-
schnittlich mehr als 10°.

Bezlglich der Substrate:

[0153] In den aus den Ingots geschnittenen Sub-
straten des Beispiels wurde ein Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration mit einer relativ hohen Stick-
stoffkonzentration in einem Gebiet, das unterhalb der
(0001) Facette (das Gebiet, das an dem Endabschnitt
des Substrats angeordnet ist) angeordnet ist, gebil-
det. Die Position des Gebiets mit hoher Stickstoff-
konzentration war im Wesentlichen dieselbe wie die
Position der Facette. Die Breite des Gebiets mit ho-
her Stickstoffkonzentration, die in einer Hoéhenrich-
tung des Ingots verteilt ist, lag in einem Bereich von
3 bis 9,5% bezogen auf den Ingot-Durchmesser.

[0154] In den aus den Ingots geschnittenen Sub-
straten des Vergleichsbeispiels wurde auch das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration in einem Ge-
biet, das unterhalb der (0001) Facette (das Gebiet,
das in dem mittleren Abschnitt des Substrats ange-
ordnet ist) angeordnet ist, gebildet. Die Position des
Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration war im We-
sentlichen auch in dem Vergleichsbeispiel dieselbe
wie die Position der Facette. Die Grolie des Gebiets
mit hoher Stickstoffkonzentration war in die Héhen-
richtung des Ingots verteilt, und die Breite des Ge-
biets mit hoher Stickstoffkonzentration lag in einem
Bereich von 5 bis 45% bezogen auf den Ingot-Durch-
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messer. Die Breite (Grolke) des Gebiets mit hoher
Stickstoffkonzentration war gleich oder betrug weni-
ger als 10% des Ingot-Durchmessers auch in dem
Vergleichsbeispiel, jedoch nur in einem Gebiet in ei-
nem Abstand von 5 mm oder weniger von der Ober-
flachenposition des Tragersubstrats. Dies liegt dar-
an, dass die Ebenheit der Oberflache des gewach-
senen Siliziumcarbid verhaltnismaRig erhalten bleibt,
da die Gesamtmenge des gewachsenen Siliziumcar-
bids noch immer klein ist, und dies ist ein anderes
Ergebnis als das des Beispiels, in dem die Eben-
heit wahrend des Kristallwachstums immer erhalten
bleibt.

Bezulglich der Stickstoffkonzentration:

[0155] In den Substraten des Beispiels wies das Ge-
biet mit hoher Stickstoffkonzentration eine Stickstoff-
konzentration von 1,2 E19 cm auf und das Ubrige
Gebiet wies eine Stickstoffkonzentration von 8 E18
bis 1 E19 cm auf. Die Stickstoffkonzentration an be-
liebigen funf Punkten in einem anderen Gebiet als
dem Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration lag in
einem Bereich von 20% bezogen auf eine Durch-
schnittskonzentration dieser funf Punkte.

[0156] In den Substraten des Vergleichsbeispiels
wies das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration ei-
ne Stickstoffkonzentration von 1,2 E19 cm= und das
Ubrige Gebiet eine Stickstoffkonzentration von 8 E18
bis 1 E19 cm™ auf.

Bezuglich der Durchlassigkeit:

[0157] In den Substraten des Beispiels und des Ver-
gleichsbeispiels betrug die Lichtdurchl&ssigkeit mit
einer Wellenldnge von 400 nm bis 500 nm durch
das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration 10 bis
20%. Die Durchlassigkeit durch das Ubrige Gebiet in
den Substraten betrug 25 bis 35%. In einem aus ei-
nem Ingot geschnittenen Siliziumcarbidsubstrat mit
leicht dotiertem Stickstoff, das sich von jenem des
vorliegenden Experiments unterscheidet, betrug die
Durchlassigkeit durch das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration 35 bis 45% und die Durchlassigkeit
durch das Ubrige Gebiet betrug 45 bis 65%. Ein Bre-
chungsindex eines jeden Siliziumcarbidsubstrats, der
durch Berechnung aus Wellenlangencharakteristiken
der Durchl&ssigkeit erhalten wurde, betrug in beiden
Beispielen 2,5 bis 2,8.

Bezuglich der Versetzungsdichte:

[0158] Messungen wurden an den Substraten
durchgefiihrt, die durch Schneiden der Ingots an ei-
ner Position in einem Abstand von 20 mm von dem
Tragersubstrat erhalten wurden. Wies das Trager-
substrat eine Mikroréhrchendichte (MPD) von 10 bis
100 cm und eine Atzgriibchendichte (EPD) von 1
bis 5 E4 cm als die Versetzungsdichten auf, konn-

ten in den Substraten des Beispiels sowohl die MPD
als auch die EPD auf zwischen 1/2 und 1/20 bezogen
auf jene des Tragersubstrats in dem anderen Gebiet
als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration ver-
ringert werden.

[0159] Inden Substraten des Vergleichsbeispiels er-
héhte sich oder verringerte sich die MPD und EPD
innerhalb eines Bereichs von 1/2 bis 2,5.

[0160] Es sollte verstanden werden, dass die hierin
offenbarten Ausfihrungsformen und Beispiel in jeder
Hinsicht beispielhaft und nicht einschrankend sind.
Der Umfang der vorliegenden Erfindung wird durch
den Wortlaut der Anspriiche anstatt der Beschrei-
bung definiert und soll alle Modifikationen innerhalb
des Umfangs und der Bedeutung entsprechend des
Wortlauts der Anspriiche umfassen.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0161] Die vorliegende Erfindung wird besonders
vorteilhaft auf Verfahren zur Herstellung eines Ingots
aus Siliziumcarbid und eines Siliziumcarbidsubstrats
angewendet.

Bezugszeichenliste

Basissubstrat

Tragerelement

Temperaturregulierungselement

Oberflache

Facette

Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration

Gebiet mit niedriger Stickstoffkonzentration

gerade Linie

oberste Oberflache

10 Ingot

1" Schmelztiegel

12  Spule

13  Pfeil

14 mittlerer Abschnitt

15 Endabschnitt

16  auBerster Randabschnitt

17  oberer Endabschnitt auf der Facettenseite

18  auBerster Randabschnitt auf der Facettensei-
te

20  Siliziumcarbidsubstrat

21 Vertiefung

25 Umkreis

26 Pfeil

O©COoONOOGDLWN--

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Sili-
ziumcarbid, umfassend die Schritte:
Herstellen eines Tragersubstrats (1), das aus einem
Siliziumcarbideinkristall hergestellt ist und einen Ver-
satzwinkel von 0,1° oder mehr und 10° oder weniger
in eine Versatzwinkelrichtung aufweist, die entweder
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eine <11-20> Richtung oder eine <1-100> Richtung
relativ zu einer (0001) Ebene umfasst (S10); und
Aufwachsen einer Siliziumcarbidschicht auf einer
Oberflache des Tragersubstrats (1) (S20),

wobei in dem Schritt zum Aufwachsen einer Silizium-
carbidschicht (S20), ein Gebiet mit einer (0001) Fa-
cette auf einer Oberflache der aufgewachsenen Sili-
ziumcarbidschicht an einem Endabschnitt auf einer
stromaufwarts gelegenen Seite gebildet wird, wobei
die stromaufwérts gelegene Seite eine Seite ist, an
der ein Schnittpunktwinkel zwischen einer <0001>
Richtungsachse des Tragersubstrats und der Ober-
flache des Tragersubstrats in der Versatzwinkelrich-
tung einen spitzer Winkel aufweist.

2. Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Sili-
ziumcarbid nach Anspruch 1, wobei nach dem Schritt
des Aufwachsens einer Siliziumcarbidschicht (S20),
ein unterhalb des Gebiets mit der (0001) Facette an-
geordneter Abschnitt in der Siliziumcarbidschicht ein
Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration (6) ist, das
eine Stickstoffkonzentration aufweist, die héher als
in einem anderen Abschnitt (7) als in dem unterhalb
des Gebiets mit der (0001) Facette angeordneten Ab-
schnitt in der Siliziumcarbidschicht ist.

3. Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Sili-
ziumcarbid nach Anspruch 2, wobei eine Breite des
Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration (6) in der
Versatzwinkelrichtung gleich oder weniger als 1/10
einer Breite des Basissubstrats (1) in der Versatzwin-
kelrichtung ist.

4. Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Sili-
ziumcarbid nach Anspruch 2 oder 3, das ferner den
Schritt des Entfernens des Gebiets mit hoher Stick-
stoffkonzentration (6) umfasst (S30).

5. Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Sili-
ziumcarbid nach einem der Anspriiche 2 bis 4, wobei
eine Lichtdurchlassigkeit mit einer Wellenlange von
450 nm oder mehr und 500 nm oder weniger pro Di-
ckeeinheit durch das Gebiet mit hoher Stickstoffkon-
zentration (6) niedriger als eine Durchlassigkeit des
Lichts pro Dickeeinheit durch den anderen Abschnitt
(7) als das Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration
in der Siliziumcarbidschicht ist.

6. Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Si-
liziumcarbid nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wo-
bei eine Mikroréhrchendichte des unterhalb des Ge-
biets mit der (0001) Facette angeordneten Abschnitts
(6) grofer als eine Mikroréhrchendichte des anderen
Abschnitts (7) als des unterhalb des Gebiets mit der
(0001) Facette angeordneten Abschnitts in der Silizi-
umcarbidschicht ist.

7. Verfahren zur Herstellung eines Ingots aus Si-
liziumcarbid nach einem der Anspriiche 1 bis 6, wo-
bei nach dem Schritt des Aufwachsens einer Silizi-

umcarbidschicht (S20) ein maximaler Krimmungsra-
dius der Oberflache der Siliziumcarbidschicht gleich
dem oder mehr als das Dreifache des Umkreisradius
einer ebenen Form des Basissubstrats (1) ist.

8. Verfahren zur Herstellung eines Siliziumcarbid-
substrats, umfassend die Schritte:
Herstellen eines Ingots aus Siliziumcarbid (10) (S40)
unter Verwendung des Verfahrens zur Herstellung ei-
nes Ingots aus Siliziumcarbid nach Anspruch 1, wo-
bei
in dem Schritt des Herstellens eines Ingots aus Silizi-
umcarbid (10) (S40), nach dem Schritt des Aufwach-
sens einer Siliziumcarbidschicht (S20), ein unterhalb
des Gebiets mit der (0001) Facette angeordneter Ab-
schnitt in der Siliziumcarbidschicht ein Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration (6) ist, das eine Stickstoff-
konzentration aufweist, die héher als in einem ande-
ren Abschnitt (7) als in dem unterhalb des Gebiets
mit der (0001) Facette angeordneten Abschnitt in der
Siliziumcarbidschicht ist, wobei das Verfahren ferner
die Schritte umfasst:
Entfernen des Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentra-
tion (6) von dem Ingot aus Siliziumcarbid (10), und
Schneiden des Ingots aus Siliziumcarbid (10) (S50)
nach dem Durchfiihren des Schritts des Entfernens
des Gebiets mit hoher Stickstoffkonzentration (6).

9. Ingot aus Siliziumcarbid, umfassend:
ein Tragersubstrat (1), das aus einem Siliziumcarbid-
einkristall hergestellt ist und einen Versatzwinkel von
0,1° oder mehr und 10° oder weniger in eine Versatz-
winkelrichtung aufweist, die entweder eine <11-20>
Richtung oder eine <1-100> Richtung relativ zu einer
(0001) Ebene umfasst (S10); und
eine Siliziumcarbidschicht auf einer Oberflache (4)
des Tragersubstrats (1),
ein Gebiet mit einer (0001) Facette (5), das auf
einer Oberflache der aufgewachsenen Siliziumcar-
bidschicht an einem Endabschnitt auf einer strom-
aufwarts gelegenen Seite ausgebildet ist, wobei die
stromaufwarts gelegene Seite eine Seite ist, an der
ein Schnittpunktwinkel zwischen einer <0001> Rich-
tungsachse des Tragersubstrats und der Oberflache
(4) des Tragersubstrats (1) in der Versatzwinkelrich-
tung einen spitzer Winkel aufweist.

10. Ingot aus Siliziumcarbid nach Anspruch 9, wo-
bei ein unterhalb des Gebiets mit der (0001) Facette
angeordneter Abschnitt in der Siliziumcarbidschicht
ein Gebiet mit hoher Stickstoffkonzentration (6) ist,
das eine Stickstoffkonzentration aufweist, die héher
als in einem anderen Abschnitt (7) als in dem unter-
halb des Gebiets mit der (0001) Facette angeordne-
ten Abschnitt in der Siliziumcarbidschicht ist.

11. Ingot aus Siliziumcarbid nach Anspruch 10,
wobei eine Breite des Gebiets mit hoher Stickstoff-
konzentration (6) in der Versatzwinkelrichtung gleich
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oder weniger als 1/10 einer Breite des Basissubstrats
(1) in der Versatzwinkelrichtung ist.

12. Ingot aus Siliziumcarbid nach Anspruch 10
oder 11, wobei eine Lichtdurchlassigkeit mit einer
Wellenlédnge von 450 nm oder mehr und 500 nm oder
weniger pro Dickeeinheit durch das Gebiet mit hoher
Stickstoffkonzentration (6) niedriger als eine Durch-
l&ssigkeit des Lichts pro Dickeeinheit durch den an-
deren Abschnitt (7) als das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration in der Siliziumcarbidschicht ist.

13. Ingot aus Siliziumcarbid nach einem der An-
spriche 9 bis 12, wobei eine Mikroréhrchendichte
des unterhalb des Gebiets mit der (0001) Facette an-
geordneten Abschnitts (6) gréRer als eine Mikrordhr-
chendichte des anderen Abschnitts (7) als des unter-
halb des Gebiets mit der (0001) Facette angeordne-
ten Abschnitts in der Siliziumcarbidschicht ist.

14. Ingot aus Siliziumcarbid nach einem der An-
spriiche 9 bis 13, wobei ein maximaler Krimmungs-
radius der Oberflache der Siliziumcarbidschicht
gleich dem oder mehr als das Dreifache des Umkreis-
radius einer ebenen Form des Basissubstrats (1) ist.

15. Siliziumcarbidsubstrat, das durch Schneiden
des Ingots aus Siliziumcarbid (10) nach Anspruch 9
erhalten wird.

16. Siliziumcarbidsubstrat, das durch Schneiden
des Ingots aus Siliziumcarbid (10) nach Anspruch 10
erhalten wird, nachdem das Gebiet mit hoher Stick-
stoffkonzentration (6) von dem Ingot aus Siliziumcar-
bid entfernt wurde.

17. Siliziumcarbidsubstrat nach Anspruch 16, wo-
bei eine Stickstoffkonzentration von einem Durch-
schnittswert um 10% oder weniger abweicht.

18. Siliziumcarbidsubstrat nach Anspruch 16, wo-
bei eine Versetzungsdichte von einem Durchschnitts-
wert um 80% oder weniger abweicht.

19. Siliziumcarbidsubstrat mit einem Gebiet mit ho-
her Stickstoffkonzentration (6), das eine Stickstoff-
konzentration aufweist, die relativ héher als in einem
Ubrigen Abschnitt ist, der an einem Endabschnitt ent-
weder in einer <11-20> Richtung oder einer <1-100>
Richtung vorgesehen ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen

FIG.1
Herstellungsschritt —S10
Filmbildungsschritt ~ S20
Nachbearbeitungsschritt |~ 530

FIG.2
ingot-Herstellungsschritt ~ S40
Schneideschritt ~ S50
Nachbearbeitungsschritt —~ S60

FIG.3
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